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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Chipmo- 
dul mit einem Chiptrager und mindestens einem Chip, 
wobei der Chiptrager als Folie ausgebildet ist mit einer 
Tragerschicht aus Kunststoff und einer Leiterbahnstruk- 
tur mit Leiterbahnen, und der Chiptrager unter zwi- 
schenliegender Anordnung eines Fullstoffs mit dem 
Chip verbunden ist, wobei die Leiterbahnen auf ihrer 
Vorderseite mit AnschluBflachen des Chips verbunden 
sind und auf ihrer Ruckseite AuBenkontaktbereiche zur 
Ausbildung einer flachig verteilten AnschluBflachenan- 
ordnung zur Verbindung des Chipmoduls mit einem 
elektronischen Bauelement oder einem Substrat auf- 
weisen. Des weiteren betrifft die Erfindung ein Verfah- 
ren zur Herstellung eines derartigen Chipmoduls. 
[0002] Chipmodule der vorgenannten Art dienen bei- 
spielsweise dazu, urn ausgehend von der sehr dichten, 
peripheren AnschluBflachenanordnung eines Chips 
uber den mit einer Leiterbahnstruktur versehenen Chip- 
trager eine flachig verteilte, weniger dichte AnschluGfla- 
chenanordnung zur Verbindung des Chips mit einer Pla- 
tine oder dergleichen in konventioneller SMT(Surface- 
Mounted-Technology)-Technik zu ermoglichen. Ein 
ausreichend groGer Abstand zwischen den einzelnen 
AnschluBflachen der AnschluGflachenanordnung er- 
weist sich insbesondere deswegen als wichtig, weil die 
auBere AnschluBflachenanordnung in der Regel in ei- 
nem Umschmelz(Reflow)-Verfahren mit der Platine 
oder dergleichen verbunden wird. Bei zu geringem Ab- 
stand zwischen den einzelnen AnschluBflachen kann es 
zu KurzschluBverbindungen zwischen einzelnen Lot- 
bumps der AnschluBflachenanordnung kommen. 
[0003] Aufgrund zunehmender Anforderungen an die 
Miniaturisierung der Chipmodule wurden in der Vergan- 
genheit, ausgehend von sogenannten "BGA"(Ball-Grid- 
Array)-AnschluGflachenverteilungen, Chipmodule ent- 
wickelt, die als "CSP"(Chip-Size-Package oder auch 
Chip-Scale- Package) bezeichnet werden. Im Gegen- 
satz zu den vorgenannten BGAs, bei denen die flachige 
Umverteilung der ChipanschluGflachen auf einer im 
Vergleich zur Chipoberflache wesentlich groGeren 
Oberflache mittels entsprechend groGer Chiptrager er- 
folgt, steht bei den mit CSP bezeichneten Chipmodulen 
fur den Chiptrager nur eine Flache zur Verfugung, die 
im wesentlichen mit der Oberflache des Chips uberein- 
stimmt. Daher erweist es sich bei den CSPs als wesent- 
lich, die zur Verfugung stehende Flache bestmoglich 
auszunutzen. 

[0004] Bei bekannten CSPs, wie sie beispielsweise 
aus der US-PS 5,367,763 oder aus "Proceedings of the 
1993 International Symposium on Microelectronics 
(ISHM), Dallas, Texas, pp. 318-323" bekannt sind, wird 
der Randbereich der fur den Chiptrager zur Verfugung 
stehenden, mit der Oberflache deckungsgleichen Fla- 
che fur die AnschluBverbindungen zwischen den An- 
schluBflachen des Chips und der Leiterbahnstruktur des 
Chiptragers verbraucht, so daB der Chiptrager sich nur 



in einem urn den Randbereich verminderten Innenfla- 
chenbereich erstreckt. Bei derart gebildeten Chipmodu- 
len ist es daher notwendig, zur Erreichung einer voll- 
standigen, auch die AnschluBflachen des Chips isolie- 
5 rend abdeckenden Gehausung die Peripherie der Chi- 
poberflache in einem nachfotgenden Arbeitsschritt mit 
einer separaten Abdeckung, beispielsweise einem Ver- 
guG, zu versehen. 

[0005] Aus der EP-A-0 702 404 ist ein Chipmodul be- 
10 kannt, das einen Chiptrager und einen Chip aufweist, 
wobei der Chiptrager zur Verbindung von Leiterbahnen 
mit den AnschluBflachen des Chips eine zentrale Aus- 
nehmung aufweist und sich somit peripher zur Chi- 
poberflache erstreckt. 
15 [0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, ein Chipmodul bzw. ein Verfahren 
zur Herstellung eines Chipmoduls vorzuschlagen, das 
eine bessere Ausnutzung der zur Anordnung des Chip- 
tragers zur Verfugung stehenden Chipoberflache bei 
20 gleichzeitig moglichst einfachem Aufbau des Chipmo- 
duls ermoglicht. 

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Chipmodul mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 8 gelost. 

25 [0008] Bei dem erfindungsgemaGen Chipmodul ver- 
laufen die Leiterbahnen in einer Ebene auf der dem Chip 
zugewandten Chipkontaktseite der Tragerschicht. Hier- 
durch steht die Tragerschicht seibst zur voneinander 
isolierten Anordnung der umverteilten AnschluBflachen 

30 zur Verfugung, so daB die AuBenkontaktbereiche zur 
Ausbildung der flachig verteilten AnschluBflachenan- 
ordnung durch Ausnehmungen in der Tragerschicht ge- 
bildet werden konnen, die sich gegen die Ruckseite der 
Leiterbahn erstrecken. Daruber hinaus erstreckt sich 

35 die Tragerschicht bei dem erfindungsgemaGen Chipmo- 
dul uber den Bereich der AnschluGflachen des Chips, 
so daG die gesamte Chipoberflache durch die Trager- 
schicht des Chiptragers abgedeckt wird. Insgesamt re- 
sultiert hieraus ein sehr einfacher Aufbau und eine ent- 

40 sprechend einfache Herstellungsmoglichkeit des Chip- 
moduls. 

[0009] In einer ersten Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaGen Chipmoduls ist die Tragerschicht des 
Chiptragers im Oberdeckungsbereich mit den An- 

45 schluBflachen des Chips geschlossen ausgebildet, so 
daB seibst dieser Oberdeckungsbereich im peripheren 
Bereich der Chiptrageroberflache zur Anordnung von 
auGeren AnschluBflachen auf der Chiptrageroberflache 
zur Verfugung steht. 

so [0010] In einer weiteren Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaGen Chipmoduls weist der Chiptrager eine 
Tragerschicht auf, die in einem Oberdeckungsbereich 
mit den AnschluBflachen des Chips Offnungen hat, wel- 
che sich gegen die Ruckseite der Leiterbahnen erstrek- 

55 ken und zur Auf nahme von die Leiterbahnen mit den zu- 
geordneten AnschluBflachen elektrisch verbindendem 
Verbindungsmaterial dienen. 

[0011] Diese Ausfuhrungsform des Chipmoduls er- 
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moglicht eine Herstellung, bei der sowohl die Ausneh- 
mungen in der Tragerschicht, die zur Aufnahme von 
Verbindungsmaterial fur die Kontaktierung des Chipmo- 
duls mit einer Platine Oder anderen Bauteiien vorgese- 
hen sind, als auch die Offnungen in der Tragerschicht 
in ein und demselben Verfahrensschritt mit Verbin- 
dungsmaterial befullt werden konnen. 
[0012] Die Ausfuhrung des Chipmoduls gemaB An- 
spruch 4 ermoglicht eine gute Zuganglichkeit der Chi- 
panschiuBflachen fur das Verbindungsmaterial, so daB 
eine hohe Kontaktsicherheit gewahrleistet wird. 
[0013] Fur den Fall, daB eine Versiegelung bzw. me- 
chanische Stabiiisierung des Verbunds aus Chip und 
Chiptrager allein aufgrund des zwischen dem Chip und 
dem Chiptrager angeordneten Fullmaterials nicht aus- 
reichend ist, kann zur Erganzung langs der Peripherie 
des Chips verlaufend ein vorzugsweise aus dem Full- 
material gebildeterStiitzrahmen vorgesehen sein. Hier- 
durch wird in jedem Fall eine wirksame mechanische 
Stabiiisierung des Chipmoduls erreicht, ohne daB hier- 
zu die durch den Chip vorgegebenen Abmessungen 
des Chipmoduls wesentlich vergroBert werden muBten. 
[0014] Altemativ zur vorgenannten Moglichkeit be- 
steht jedoch auch die Moglichkeit, eine Versiegelung 
bzw mechanische Stabiiisierung des Chipmoduls durch 
einen VerguB des Chips vorzusehen, der die Seitenfla- 
chen des Chips mit einem die Chipoberflache uberra- 
genden Uberstand des Chiptragers verbindet. Diese Art 
der Versiegelung bzwmechanischen Stabiiisierung des 
Chipmoduls ist besonders dann vorteilhaft, wenn ein 
Chipmodul nach Art eines Chip-Size-Package geschaf- 
fen werden soli, bei der die Chiptrageroberflache etwas 
groBer als die Chipoberflache ist, wodurch das Chipmo- 
dul einen Uberstand des Chiptragers aufweist. 
[0015] Fur die Durchfuhrung der Montage des Chip- 
moduls auf einem Substrat oder einer Platine in der be- 
kannten SMT-Technik, bei der die auf der Chiptrager- 
oberflache angeordneten, beispielsweise mit Lotmate- 
rial versehenen AuBenkontaktbereiche mit entspre- 
chend angeordneten Gegenkontakten auf dem Substrat 
oder der Platine verbunden werden, erweist es sich als 
vorteilhaft, wenn die AuBenkontaktbereiche der Chip- 
trageroberflache mit Lotmaterial versehen sind, dessen 
Schmelzpunkt niedriger ist als die zurthermischen Ver- 
bindung zwischen den Kontaktmetallisierungen des 
Chips und den Leiterbahnen des Chiptragers notwendi- 
ge Temperatur. Hierdurch wird sichergestellt, daB es 
aufgrund derTemperaturbeaufschlagung des Chipmo- 
duls zur Durchfuhrung der Lotverbindung zwischen dem 
Chiptrager und dem Substrat bzw. der Platine nicht zu 
einer Destabilisierung der Verbindungen zwischen den 
Kontaktmetallisierungen des Chips und den Leiterbah- 
nen des Chiptragers kommen kann. 
[0016] Als besonders vorteilhaft fur die Herstellung 
von Chipmodulen erweist es sich, wenn die Chipmodule 
erfindungsgemaB in einem Modulverbund, der gebildet 
ist aus einem Chiptragerverbund mit einer Vielzahl zu- 
sammenhangend ausgebildeter Chiptrager und einem 



Chipverbund, insbesondere einem Wafer mit einer Viel- 
zahl zusammenhangend ausgebildeter Chipeinheiten 
oder Dies, zusammengefaBt sind. 
[0017] Bei Durchfuhrung des erfindungsgemaBen 

5 Verfahrens nach Anspruch 9 zur Herstellung erfin- 
dungsgemaBer Chipmodule erfolgt zunachst ein Auftra- 
gen eines flieBfahigen Fullmaterials auf die Chipober- 
flache oder die Chipkontaktseite des Chiptragers. Die- 
ses Fullmaterial dient einerseits zur abdichtenden An- 

10 ordnung des Chiptragers auf dem Chip und anderer- 
seits zur mechanischen Stabiiisierung des Chiptragers 
auf dem Chip. Das Fullmaterial kann auch Klebeeigen- 
schaften zur Ausbildung eines flachigen Verbunds zwi- 
schen dem Chip und dem Chiptrager aufweisen. Durch 

is ein aneinander Andrucken des Chiptragers und des 
Chips erfolgt eine Verteilung des Fullmaterials im Spalt 
zwischen der Chipkontaktseite des Chiptragers und der 
Chipoberflache. Aufgrund der Kontaktierung der Leiter- 
bahnen mit den zugeordneten Kontaktmetallisierungen 

20 des Chips durch eine ruckwartige Energiebeaufschla- 
gung der Leiterbahnen unterZwischenlage der Trager- 
schicht bleibtauch bei der Kontaktierung die Oberflache 
der Tragerschicht des Chiptragers geschlossen, so daB 
eine Verdrangung des Fullmaterials nur zur Seite hin er- 

25 folgen kann. Damit ist sichergestellt, daB das Fullmate- 
rial die gesamte Chipoberflache bedeckt und somit nach 
Herstellung der Verbindung zwischen dem Chiptrager 
und dem Chip keine zusatzlichen MaBnahmen zur Er- 
ganzung von Fullmaterial notwendig sind. Vielmehr er- 

30 folgt bei dem erfindungsgemaBen Verfahren die Kon- 
taktierung des Chiptragers auf dem Chip und die Stabi- 
iisierung des Chipmoduls durch Verteilung eines Full- 
materials im Spalt zwischen dem Chiptrager und dem 
Chip in einem einzigen Arbeitsgang. 

35 [0018] Anspruch 10 betrifft ein alternatives erfin- 
dungsgemaBes Verfahren, bei dem anstatt des Auftra- 
gensvon Fullmaterial ein bereits mit einer Kleberschicht 
versehener Chiptrager verwendet wird. 
[0019] Dariiber hinaus bleibt infolge der vorgenann- 

40 ten riickwartigen Energiebeaufschlagung der Leiter- 
bahnen zur Kontaktierung des Chiptragers auf dem 
Chip und der dadurch erhaltenen Geschlossenheit der 
Tragerschicht des Chiptragers auch im Peripheriebe- 
reich des Chips die Moglichkeit, AuBenkontaktbereiche 

45 zur Ausbildung der flachig verteilten AnschluBflachen- 
anordnung auf der Chiptrageroberflache vorzusehen. 
[0020] Eine Alternative zu dem vorstehend erorterten 
erfindungsgemaBen Verfahren zur Herstellung einzel- 
ner Chipmodule besteht in dem erfindungsgemaBen 

so Verfahren nach Anspruch 11, das die Herstellung ein- 
zelner erfindungsgemaBer Chipmodule durch Vereinze- 
lung aus einem Modulverbund betrifft, in dem eine Viel- 
zahl erfindungsgemaB ausgebildeter Chipmodule zu- 
sammenhangend ausgebildet sind. Hierzu erfolgt zu- 

55 nachst die Herstellung des Modulverbunds mit einem 
Chiptragerverbund und einem Chipverbund gernaB An- 
spruch 8 und anschlieBend die Herstellung einer Mehr- 
zahl einzelner Chipmodule durch Vereinzelung von Ein- 
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heiten aus zumindest einem Chip und einem damit kon- 
taktlerten Chiptrager aus dem Modulverbund. 
[0021] Dieses erfindungsgemaBe Verfahren ermog- 
licht demnach die Henstellung von Chipmodulen auf Wa- 
ferebene, wodurch mit relativ wenigen Handhabungs- 
oder Fertigungsschritten nicht nur die Herstellung eines 
einzelnen, sondern vielmehr die gleichzeitige Herstel- 
lung einer Vielzahl von Chipmodulen moglich wird. 
[0022] Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn 
zur Herstellung des Modulverbunds die nachfolgende 
Reihenfolge von Verfahrensschritten gemaB Anspruch 
12 eingehalten wird: 

[0023] Zunachst erfolgt die Bereitstellung eines 
Wafers, der mit erhohten Kontaktmetallisierungen, die 
fachsprachlich auch als sogenannte "Bumps" bezeich- 
net werden, versehen ist, und die Bereitstellung eines 
Chiptragerverbunds, der eine Vielzahl von auf einer ge- 
meinsamen Tragerschicht angeordneten Leiterbahn- 
strukturen mit Leiterbahnen aufweist, wobei die Leiter- 
bahnstrukturen einer jeweils definierten Anzahl von im 
Wafer zusammenhangend ausgebildeten Chips zuge- 
ordnet sind. AnschlieBend erfolgt der Auftrag eines 
flieBfahigen Fullmaterials auf die Kontaktflache des 
Wafers Oder die Chipkontaktseite des Chiptragerver- 
bunds, wobei es sich bei diesem Fullmaterial beispiels- 
weise urn einen Epoxyd-Kleber handeln kann. Der Auf- 
trag des Fullmaterial auf den Wafer kann als flachenfor- 
mlg begrenzter Auftrag im Zentrum des Wafers erfol- 
gen, gefotgtvon einer Verteilung des Fullmaterials auf 
der Waferoberflache durch eine Rotation des Wafers um 
seine Mittelpunktsachse. Vor der flachigen Verbindung 
des Chiptragerverbunds mit dem Wafer, die beispiels- 
weise durch einen Laminiervorgang durchgefuhrt wer- 
den kann, erfolgt eine Relativpositionierung des Wafers 
und des Chiptragerverbunds, derart, daB sich eine 
Uberdeckungslage zwischen den Kontaktmetallisierun- 
gen des Wafers und Kontaktbereichen der zugeordne- 
ten Leiterbahnen der Leiterbahnstrukturen einstellt. 
SchlieBlich erfolgt die flachige Verbindung zwischen 
dem Wafer und dem Chiptragerverbund, beispielsweise 
durch den vorstehend erwahnten Laminiervorgang, wo- 
bei der endguitigen Verbindung eine Vorfixierung in aus- 
gewahlten Punkten vorausgehen kann. Nach Herstel- 
lung der flachigen Verbindung Oder gleichzeitig mitdie- 
ser erfolgt die Kontaktierung der Kontaktmetallisierun- 
gen des Wafers mit den zugeordneten Leiterbahnen des 
Chiptragerverbunds. 

[0024] Bei einer zum vorstehend eriauterten Verfah- 
ren gemaB Anspruch 12 altemativen Vorgehensweise 
gemaB Anspruch 13 wird anstatt des Auftragens von 
Fullmaterial ein bereits mit einer Kleberschicht versehe- 
ner Chiptragerverbund verwendet. 
[0025] Wie bereits vorstehend im Zusammenhang mit 
dem erfindungsgemaBen Verfahren zur Herstellung ei- 
nes einzelnen Chipmoduls erwahnt wurde, kann auch 
bei der Herstellung des gesamten Modulverbunds die 
Kontaktierung der Kontaktmetallisierungen des Wafers 
mit den Leiterbahnen des Chiptragerverbunds durch die 



Tragerschicht des Chiptragerverbunds hindurch erfol- 
gen, also beispielsweise durch eine ruckwartige Kon- 
taktierung ohne Zerstorung der Tragerschicht im Be- 
reich der Kontaktsteilen. 

5 [0026] Als Hilfsmittel zur Relativpositionierung kann 
der Wafer mit mindestens zwei Positionierungsstiften 
versehen sein, die in korrespondierend ausgebildete 
Positionierungsoffnungen in der Tragerschicht des 
Chiptragerverbunds eingreifen. Derartige Positionie- 

10 rungsstifte konnen als "Dummy bumps" ausgebildet 
sein, die, ohne an der elektrischen Verbindung zwi- 
schen dem Wafer und dem Chiptragerverbund beteiligt 
zu sein, lediglich zur Erzielung und mechanischen Sta- 
bilisierung der Relativpositionierung in Eingriff mit der 

is Tragerschicht des Chiptragerverbunds gelangen. Um 
nicht nur eine Starrkorperorientierung zwischen dem 
Wafer und dem Chiptragerverbund zu definieren, kann 
es sich als zweckmaBig erweisen, mehr als zwei Posi- 
tionierungsstifte und eine entsprechende Anzahl von 

20 Positionierungsoffnungen vorzusehen, so daB Deh- 
nungsbegrenzungen fur beispielsweise thermisch be- 
dingte Dehnungen in der Tragerschicht geschaffen wer- 
den. 

[0027] Eine Alternative bezuglich einer vorteilhaften 

25 Vorgehensweise zur Herstellung eines Modulverbunds 
ist durch die folgenden Verfahrensschritte definiert: 
[0028] Zunachst erfoigt wieder die Bereitstellung ei- 
nes Wafers und eines Chiptragerverbunds mit einer 
Vielzahl von auf einer gemeinsamen Tragerschicht an- 

30 geordneten Leiterbahnstrukturen mit Leiterbahnen, wo- 
bei bei dieser Verfahrensvariante ein Chiptragerver- 
bund mit einer Tragerschicht verwendet wird, die Off- 
nungen aufweist, welche die Ruckseite des Chipkon- 
taktbereichs der Leiterbahnen und gegebenenfalls dar- 

35 an angrenzende Umgebungsbereiche freigeben. An- 
schlieBend erfolgt der Auftrag eines flieBfahigen Full- 
materials, das, wie bei der vorstehend geschilderten 
Verfahrensvariante als ein Epoxyd-Kleber ausgebildet 
sein kann, auf die Kontaktoberflache des Wafers oder 

40 die Chipkontaktseite des Chiptragerverbunds, derart, 
daB die AnschluBflachen des Wafers Oder hierauf auf- 
gebrachte Kontaktmetallisierungen bzw. die Offnungen 
der Tragerschicht freibleiben. Hierauf erfolgt die Rela- 
tivpositionierung des Wafers und des Chiptragerver- 

45 bunds, derart, daB sich eine Uberdeckungslage zwi- 
schen den AnschluBflachen des Wafers bzw. darauf 
aufgebauten Kontaktmetallisierungen und den Offnun- 
gen in der Tragerschicht des Chiptragerverbunds ein- 
stellt. AnschlieBend erfoigt eine flachige Verbindung 

so zwischen dem Wafer und dem Chiptragerverbund und 
eine Kontaktierung der AnschluBflachen des Wafers 
bzw. der darauf angeordneten Kontaktmetallisierungen 
mit den Chipkontaktbereichen der zugeordneten Leiter- 
bahnen durch Einbringung von Verbindungsmaterial in 

55 die Offnungen der Tragerschicht des Chiptragerver- 
bunds. 

[0029] Die vorstehend erorterte Verfahrensvariante 
ermoglicht die Herstellung von eingangs erorterten er- 
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findungsgemaBen Chipmodulen, bei denen sowohl die 
Verbindungsmaterialdepots in den Ausnehmungen der 
Tragerschicht, die zur Kontaktierung des Chipmoduls 
mit anderen Bauteilen dienen, als auch das Verbin- 
dungsmaterial in den Offnungen in der Tragerschicht 
zur Ermoglichung einer Kontaktierung zwischen den 
Leiterbahnen der Leiterbahnstruktur und den Chipan- 
schluBflachen in einem Arbeitsgang eingebracht wer- 
den konnen. 

[0030] Eine weitere Alternative ist durch ein Verfahren 
gemaB Anspruch 17 gegeben. 
[0031] Die Kontaktierung kann durch Abscheidung 
von Verbindungsmaterial in den Offnungen der Trager- 
schicht erfolgen, wobei sich in Versuchen besonders ei- 
ne strom lose, also autokatalytische Abscheidung von 
Verbindungsmaterial durch Einbringung des Modulver- 
bunds in ein entsprechendes Materialbad als vorteilhaft 
erwiesen hat. Bei diesem Materialbad kann es sich bei- 
spielsweise urn ein Nickel-, Kupfer oder Palladiumbad 
handeln. 

[0032] Die Kontaktierung kann auch durch Einbrin- 
gung von Lotmaterial oder leitfahigem Kleber in die Off- 
nungen der Tragerschicht erfolgen, wobei hier alle be- 
kannten Techniken zur Einbringung von Lotmaterial, al- 
so beispielsweise eine Schablonenbelotung oder auch 
eine Einbringung von stuckigem Lotmaterial, eingesetzt 
werden konnen. 

[0033] Gleichzeitig mit der Einbringung des Verbin- 
dungsmateriais in die Kontaktoffnungen der Trager- 
schicht kann eine Einbringung des Verbindungsmateri- 
als in die Ausnehmungen der Tragerschicht erfolgen. 
[0034] Unabhangig von der Art und Weise der Her- 
stellung des Modulverbunds erweist es sich als vorteil- 
haft, wenn der Wafer auf seiner Ruckseite mit einer 
Deckschicht versehen ist, die als Oberflachenschutz 
und auch zur Erzielung einer mechanischen Stiitzwir- 
kung eingesetzt werden kann. Zusammen mit der Tra- 
gerschicht des Chiptragerverbunds ergibt sich somit 
nach Vereinzelung derChipmodule aus dem Modulver- 
bund ein gekapseltes Chipmodul. 
[0035] Zur Erzeugung dieser Deckschicht hat sich ein 
Auftrag von Epoxyd-Material auf die Ruckseite des 
Wafers als geeignet erwiesen. Eine weitere Moglichkeit 
besteht darin, zur Ausbildung der Deckschicht eine Fo- 
lie auf die Ruckseite des Wafers aufzubringen. Die Folie 
kann mit einer Beschriftung, beispielsweise zur Kenn- 
zeichnung einzelner Chips des Wafers, versehen sein. 
[0036] Unabhangig von der Art und Weise der Her- 
stellung des Modulverbunds erfolgt nach dessen Fertig- 
stellung eine Vereinzelung von Chipmodulen aus dem 
Modulverbund durch Trennung aneinanderangrenzen- 
derChipmodule langs definierterTrennlinien. In diesem 
Zusammenhang erweist es sich als besonders vorteil- 
haft, wenn hierzu das ohnehin zur Vereinzelung von 
Chips aus einem Waferverbund eingesetzte Sagever- 
fahren durchgefuhrt wird. 

[0037] Vor der Vereinzelung derChipmodule aus dem 
Modulverbund kann eine hinsichtlich des Aufwands und 



der damit verbundenen Kosten besonders gunstige 
elektrische Gberprufung der noch im Waferverbund an- 
geordneten Chips uber die Leiterbahnstrukturen des 
Chiptragerverbunds erfolgen. 

s [0038] Eine besonders gleichmaBige Form des An- 
drtickens zur Herstellung der Verbindung zwischen dem 
Chiptrager bzw. dem Chiptragerverbund und dem Chip 
bzw. dem Wafer wird erreicht, wenn das aneinander An- 
driicken der Chiptrager bzw. des Chiptragerverbunds 

10 und der Chipoberflache bzw. der Waferoberflache mit- 
tels Vakuum erfolgt. Bei genugend steif ausgebildeter 
Folie oder auch durch Aufbringen einer Zugspannung 
in Folienlangsrichtung gegen Durchbiegung stabilisier- 
ter Folie kann es auch ausreichend sein, das Andriicken 

15 des Chiptragers allein durch die zur Energiebeaufschla- 
gung des Chiptragers bzw. des Chiptragerverbunds ver- 
wendete Verbindungseinrichtung auszufuhren. In die- 
sem Fall dient der zur Verbindung der Leiterbahnen mit 
den ChipanschluBflachen erforderliche Anpressdruck 

20 gleichzeitig zum Andriicken des Chiptragers bzw. des 
Chiptragerverbunds gegen die Chipoberflache bzw. die 
Waferoberflache. 

[0039] Zur Erzeugung von Lotbumps auf dem Chip- 
trager bzw. dem Chiptragerverbund. die zur Verbindung 

25 des Chipmoduls mit einem Substrat, einer Platine oder 
dergleichen dienen, konnen die AuBenkontaktbereiche 
des Chiptragers bzw. des Chiptragerverbunds in einem 
Schablonenauftragsverfahren mit Lotmaterial versehen 
werden, wobei die Tragerschicht selbst in einem nach- 

30 folgenden Umschmelzverfahren als Lotstopmaske 
dient. Hierdurch wird die Erzeugung der Lotbumps auf 
besonders einfache Art und Weise moglich. 
[0040] Eine weitere Moglichkeit besteht darin, die Au- 
Benkontaktbereiche in einem Bestuckungsverfahren 

35 mit Lotmaterialformstucken zu versehen, wobei in die- 
sem Fall die durch die Ausnehmungen in der Trager- 
schicht gebildeten AuBenkontaktbereiche als positio- 
nierende Aufnahmen fur das Lotmaterial dienen. 
[0041] Zur Verbindung zwischen den Kontaktmetalli- 

40 sierungen des Chips bzw. des Wafers und den Leiter- 
bahnen des Chiptragers bzw. des Chiptragerverbunds 
konnen unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden, 
deren gemeinsames Merkmal darin besteht, daB bei ei- 
ner ruckwartigen Energiebeaufschlagung der Leiter- 

45 bahnen unter Zwischenlage der Tragerschicht die Tra- 
gerschicht im wesentlichen unversehrt und geschlos- 
sen bleibt. Als besonders geeignete Verfahren erschei- 
nen in diesem Zusammenhang Lotverfahren und Ther- 
mokompressionsverfahren, die mittels einer ruckwarti- 

50 gen Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen mit La- 
serstrahlung durchgefuhrt werden, wobei die Laser- 
strahlung durch eine ruckwartig unter Druck an der 
Tragerschicht anliegende Lichtleitfaser eingeleitet wird. 
Eine weitere Moglichkeit besteht darin, ein Ultraschall- 

55 verfahren einzusetzen, bei dem ein Ultraschallstempel 
ruckwartig auf die Tragerschicht aufgesetzt wird und 
durch die im Bereich der Verbindungsstelle komprimier- 
teTragerschichtUltraschallschwingungenin dieVerbin- 
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dungsstelle zwischen der betreffenden Leiterbahn und 
der ChipanschluBflache einbringt. 
[0042] Nachfolgend wird ein Ausfuhru ngsbeispiel des 
erfindungsgemaBen Chipmoduls sowie ein mogliches 
Verfahren zurHerstellung eines derartigen Chipmoduls 
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen naher eriau- 
tert. Es zeigen: 



bindungsmaterial; 

Fig. 20 eine Schnittansicht der Verbindung 

zwischen einer Leiterbahn des Chip- 
tragers und der ChipanschluBflache 
gemaG dem Schnittlinienverlauf 
XX-XX in Fig. 19. 



Fig. 1 ein Ausfuhrungsbeispiel eines Chip- 

moduls mit einem auf einem Chip kon- 
taktierten Chiptrager; 

Fig. 2 bis 6 den Aufbau eines Chiptragers; 

Fig. 7 den Chiptrager und den Chip unmittel- 

bar vor Herstellung des Chipmoduls; 

Fig. 8 den Chiptrager und den Chip wahrend 

der Herstellung der Verbindung zwi- 
schen dem Chiptrager und dem Chip; 

Fig. 9 die Herstellung eines langs der Peri- 

pherie des Chips verlaufenden Dicht- 
bzw. Stutzrahmens; 

Fig. 10 einen den Chip einschlieBenden Ver- 

guG; 

Fig. 1 1 die nachtragliche Applikation von Lot- 

material auf dem Chiptrager; 

Fig. 1 2 bis 1 4 mehrere Beispiele fur flachig verteilte 
AnschluBflachenanordnungen auf 
dem Chiptrager verschiedener Chip- 
module; 

Fig. 1 5 einen Modulverbund aus einem Wafer 

und einem darauf angeordneten Chip- 
tragerverbund in Draufsicht; 

Fig. 16 eine vergroBerte Einzeldarstellung ei- 

nes Chiptragers aus dem in Fig. 15 
dargestellten Chiptragerverbund; 

Fig. 17 eine Einzeldarstellung eines Verbin- 

dungsaufbaus zwischen einer AuBen- 
anschluBflache eines Chiptragers und 
einer ChipanschluBflache eines Chips 
in Draufsicht; 

Fig. 18 den in Fig. 17 dargestellten Verbin- 

dungsaufbau in einer Seitenansicht 
vor der Applikation von Verbindungs- 
material; 

Fig. 19 eine in der Ansicht Fig. 18 entspre- 

chende Darstellung des Verbindungs- 
aufbaus nach der Applikation von Ver- 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



[0043] Fig. 1 zeigt ein Chipmodul 20 mit einem Chip- 
trager 21 , der auf einem Chip 22 kontaktiert ist. Das in 
Fig. 1 dargestellte Chipmodul 20 wird auch als Chip- 
Size-Package (CSP) bezeichnet, da die wesentlichen 
Abmessungen des Chipmoduls 20 durch den Chip 22 
bestimmt sind. Als DefinitionsgroBe fur ein CSP gilt in 
der Fachwelt allgemein ein Verhaltnis von 0,8 bis 1 ,2 
zwischen der Chipoberflache und der Oberflache des 
Chiptragers. 

[0044] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Chipmodul 20 
wird ein Chiptrager 21 aus einer dreilagigen Folie ver- 
wendet mit einer Tragerschicht 23 aus Polyimid und ei- 
ner als Leiterbahnstruktur 24 ausgebildeten Kontakt- 
schicht aus Kupfer, die hier uber eine Kleberschicht 25 
mit der Tragerschicht 23 verbunden ist. Die Trager- 
schicht 23 ist mit Ausnehmungen 26 versehen, die sich 
von der Oberflache der Tragerschicht 23 bis zu einer 
Ruckseite 27 von die Leiterbahnstruktur 24 bildenden 
einzelnen Leiterbahnen 28 erstreckt. Diese Ausneh- 
mungen 26 bilden AuBenkontaktbereiche, die mit Lot- 
materialdepots 29 zur Kontaktierung mit AnschluBfla- 
chen 30 eines in Fig. 1 mit strichpunktiertem Linienver- 
lauf angedeutetem Substrats 31 dienen. 
[0045] Fig. 1 zeigt beispielhaft zwei von einer Vielzahl 
peripher auf der Chipoberflache angeordneten Chipan- 
schluBflachen 32, die mit Kontaktmetallisierungen 33 
versehen sind. Die Kontaktmetallisierungen sind mit je- 
weils zugeordneten Leiterbahnen 28 kontaktiert, so daB 
durch die Leiterbahnen 28 eine "Umverdrahtung" der 
peripher auf der Chipoberflache angeordneten Chipan- 
schluBflachen 32 in eine flachig verteilte, hinsichtlich 
des Abstandes zwischen den einzelnen AnschluBfla- 
chen aufgeweitete AnschluBflachenanordnung 34 auf 
der Oberflache des Chiptragers 21 erfolgt. Zur abdich- 
tenden Verbindung des Chiptragers 21 mit dem Chip 22 
und zur mechanischen Stabilisierung des als flexible 
Folie ausgebildeten ChiptrSgers 21 ist in einem zwi- 
schen einer Chipkontaktseite 35 und der Chipoberfla- 
che ausgebildeten Spalt 36 ein Fullmaterial 37 mit Haft- 
oder Klebewirkung vorgesehen, das fachsprachlich 
auch als "Underfiller" bezeichnet wird. 
[0046] In den Fig. 2 bis 6 ist in chronologischer Abfol- 
ge die Herstellung des in Fig. 1 zur Erzeugung der Chip- 
trager-Anordnung 20 verwendeten Chiptragers 21 er- 
lautert. Wie Fig. 2 zeigt, ist Basis bei der Herstellung 
des Chiptragers 21 eine dreilagige Folie 38 mit einer die 
Tragerschicht 23 mit der Leiterbahnstruktur 24 verbin- 
denden Kleberschicht 25. In einer vereinfachten Aus- 
fuhrung ist es jedoch auch moglich, eine mit dem Chip- 
trager 21 vergleichbare Ausfuhrung eines Chiptragers, 
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ausgehend von einer Folie, zu schaffen, bei derdie Lei- 
terbahnstruktur unmittelbar auf der Tragerschicht, also 
ohne zwischenliegende Anordnung einer Kleber- 
schicht, angeordnet ist. 

[0047] Die Folie 38, die als Endlosfolie ausgebildet 
sein kann, weist in jedem Fall die in der Tragerschicht 
23 vorgesehenen, bis zur Ruckseite 27 der Leiterbah- 
nen 28 reichenden Ausnehmungen 26 auf, wobei die 
Ausnehmungen beispielsweise durch geeignete Atz- 
verfahren oder auch durch Laserablation erzeugt wer- 
den konnen. 

[0048] Fur den Fall, daB in den Ausnehmungen 26 
mittels eines Schablonenauftragsverfahrens Lotmateri- 
al 42 zur Erzeugung der Lotmaterialdepots 29 (Fig. 1 
und 6) eingebracht werden soli, kann, wie in Fig. 3 dar- 
gestellt, eine Schablone 39 auf die Tragerschicht 23 auf- 
gelegt werden, und zwar so, daB in der Schablone 39 
vorgesehene Schablonenoffnungen 40 dekkungsgleich 
mit den Ausnehmungen 26 in der Tragerschicht 23 zu 
liegen kommen. 

[0049] In die aus den iibereinanderliegend angeord- 
neten Ausnehmungen 26 und Schablonenoffnungen 40 
gebildeten Lotmaterialaufnahmen 41 wird nach flachi- 
gem Auftrag des Lotmaterials 42 auf die Oberf lache der 
Schablone 39 durch einen hier nicht naher dargestellten 
Rakel oder dergleichen eine Befullung der Lotmaterial- 
aufnahmen 41 mit Lotmaterial 42 in der in Fig. 4 darge- 
stellten Art und Weise erzielt. 

[0050] Wie in Fig. 5 dargestellt, verbleiben nach Ab- 
nahme der Schablone 39 von der Tragerschicht 23 bei- 
spielsweise aus pastosem Lotmaterial gebildete Lotma- 
terialmengen 68 in den Ausnehmungen 26. Durch ein 
nachfolgendes Umschmelzverfahren werden dann die 
in Fig. 6 dargestellten meniskusartig geformten Lotma- 
terialdepots 29 erzeugt, wobei die Tragerschicht 23 
wahrend des Umschmelzens als Lotstopmaske dient. 
[0051] Fig. 7 zeigt, wie ausgehend von dem entspre- 
chend den Erlauterungen zu den Fig. 2 bis 6 erzeugten 
Chiptrager 21 das in Fig. 1 dargestellte Chipmodul 20 
gebildet wird. Hierzu erfolgt ein Auftrag einer definierten 
Fullmaterialmenge 43 auf die Chipoberflache und eine 
dem gewahlten Verfahren zur Verbindung der Kontakt- 
metallisierungen 33 des Chips mit den Leiterbahnen 28 
des Chiptragers 21 entsprechende Praparierung der im 
Ausgangszustand aus Aluminium bestehenden Chi- 
panschluBf lachen 32. Im vorliegenden Fall sind die Chi- 
panschluBflachen 32 mit als Nickelbumps ausgebilde- 
ten Kontaktmetallisierungen 33 mit einem Lotiiberzug 
44 aus einer Gold/Zinn-Legierung versehen, urn die 
Kontaktierung der Leiterbahnen 28 des Chiptragers 21 
mit den Kontaktmetallisierungen 33 des Chips 22 in ei- 
nem nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 8 noch 
naher erlauterten Lotverfahren durchfuhren zu konnen. 
[0052] Dabei kann der Gold/Zinn-Lotuberzug 44 
durch einfaches Eintauchen der Kontaktmetallisierun- 
gen 33 in eine entsprechend flussig ausgebildete Legie- 
rung aufgebracht werden. 

[0053] Zur Herstellung des Chipmoduls 20 (Fig. 1), 



also des festen mechanischen Verbunds zwischen dem 
Chiptrager 21 und dem Chip 22, wird nun der Chiptrager 
21 gegen die Oberflache des Chips 22 gedruckt, so daB 
die auf die Chipoberflache aufgebrachte Fullmaterial- 
5 menge 43 bei Ausbildung des Spaltes 36 zwischen der 
Chipkontaktseite 35 des Chiptragers 21 und der Chi- 
poberflache nach auBen zur Peripherie des Chips 22 
verdrangt wird und sich gleichmaBig auf der Chipober- 
flache bis hin zu AuBenrandern 45 des Chips 22 verteilt. 
10 [0054] Fig. 8 zeigt, daB dieses Andriicken des Chip- 
tragers 21 , der sich in der Darstellung gemaB Fig. 8 
noch im endlosen Folienverbund befindet, mittels einer 
Vakuumeinrichtung 46 ausgefuhrt werden kann, bei der 
der Chip 22 in einer Chipaufnahme 47 ftxiert ist und der 
15 Chiptrager 21 uber einen die Chipaufnahme 47 umge- 
benden Ringkanal 48 durch Vakuumwirkung (Pfeil 50) 
gegen die Chipoberflache gesogen wird. Dabei ist in 
Fig. 8 deutlich zu erkennen, daB aufgrund des Kapillar- 
effekts im Spalt 36 zwischen dem Chiptrager 21 und 
20 dem Chip 22 eine Verteilung des Fullmaterials 37 uber 
die AuBenrander 45 des Chips 22 hinaus erfolgt, so daB 
sich im Bereich eines moglichen Uberstands 49 des 
Chiptragers 21 iiber die Oberflache des Chips 22 eine 
zusatzlich abstutzende Wirkung ergibt. 
25 [0055] Wie ebenfalls in Fig. 8 dargestellt, kann zur Fi- 
xierung des Chips 22 in der Chipaufnahme 47 ebenfalls, 
wie durch den Pfeil 50 angedeutet, Vakuumwirkung ein- 
gesetzt werden. Urn zu vemindern, daB es aufgrund des 
Austritts von Fullmaterial 37 aus dem Spait 36 im Be- 
at) reich des Uberstands 49 zu Verklebungen mit der In- 
nenwand der Chipaufnahme 47 kommt, ist die Innen- 
wand der Chipaufnahme 47 mit einer Antihaftbeschich- 
tung 51 versehen. 

[0056] Wie aus Fig. 8 ferner zu ersehen ist, wird zur 

35 Verbindung der Leiterbahnen 28 des Chiptragers 21 mit 
den Kontaktmetallisierungen 33 des Chips 22 die Tra- 
gerschicht 23 des Chiptragers 21 iiber eine Lichtleitfa- 
ser 52 unter gieichzeitiger Aufbringung eines 
AnpreBdrucks mit Laserstrahtung 53 beaufschlagt. Die 

40 Laserstrahlung 53 durchdringt das optisch durchlassige 
Polyimid der Tragerschicht 23 oder einen anderen fur 
Laserstrahlung optisch durchlassigen, als Trager- 
schicht verwendeten Kunststoff und wird im Bereich der 
Leiterbahn 28 absorbiert, so daB im Bereich der Verbin- 

45 dungsstelle zwischen der Leiterbahn 28 und der zuge- 
ordneten Kontaktmetallisierung 33 die fur die thermi- 
sche Verbindung notwendige Temperatur induziert wird. 
Dabei wird durch den mit der Lichtleitfaser 52 auf die 
Tragerschicht 23 aufgebrachten AnpreBdruck mogli- 

50 cherweise zwischen der Leiterbahn 28 und der Kontakt- 
metallisierung 33 bzw. dem auf die Kontaktmetallisie- 
rung 33 aufgebrachten Lotiiberzug 24 angeordnetes 
Fullmaterial 37 verdrangt, so daB die Verbindung nicht 
durch Fullmaterial 37 beeintrachtigt werden kann. 

55 [0057] Falls es zur Erzielung einer planen Oberflache 
des auf den Chip 22 applizierten Chiptragers 21 notwen- 
dig sein sollte, kann noch ein in Fig. 8 nicht naher dar- 
gestelltes zentrales Stempelwerkzeug zur Erzeugung 
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einer ebenen Anlage des Chiptragers 21 eingesetzt 
werden. 

[0058] Neben der vorstehend geschilderten Verbin- 
dung der Leiterbahnen 28 des Chiptragers 21 mit den 
Kontaktmetallisierungen 33 des Chips 22 im Lotverfah- 
ren ist es auch moglich, das in Fig. 8 dargestellten Ver- 
bindungsmittel, also die durch Laserenergie beauf- 
schlagte Lichtleitfaser 52, zur Ausfuhrung einer Ther- 
mokompressionsverbindung zu verwenden, zu deren 
Vorbereitung die ais Nickelbumps ausgefiihrten Kon- 
taktmetallisierungen 33 nicht mit dem Lotuberzug 44, 
sondern mit einem dunnen Golduberzug versehen wer- 
den. 

[0059] Eine weitere Moglichkeit zur Herstellung der 
Verbindung zwischen den Leiterbahnen 28 des Chiptra- 
gers 21 und den Kontaktmetallisierungen 33 bzw. un- 
mittelbarmitdenunpraparierten AluminiumanschluRfla- 
chen 32 des Chips 22 besteht darin, anstatt der in Fig. 
8 dargestellten Lichtleitfaser 52 einen Ultraschalidorn 
zu verwenden, der mit Ultraschall beaufschlagt wird und 
die Ultraschallschwingungen uber einen verdichteten 
Bereich der Tragerschicht 23 auf den Verbindungsbe- 
reich zwischen den Leiterbahnen 28 und den jeweils zu- 
geordneten ChipanschluBflachen 32 ubertragt. 
[0060] Die Fig. 9 und 10 zeigen Moglichkeiten einer 
neben der Anordnung des Fullmaterials 37 im Spalt 36 
zwischen dem Chiptrager 21 und dem Chip 22 (Under- 
filling) zusatzlichen mechanischen Stabilisierung des 
Chipmoduls. Wie Fig. 9 zeigt, kann hierzu im peripheren 
Bereich langs des Umfangsrands des Chips 22 im Uber- 
gang zum Chiptrager 21 zusatzliches Fullmaterial 37 
zur Ausbildung eines umlaufenden Stabilisierungsrah- 
mens aufgebracht werden. 

[0061] Fig. 10 zeigt ein ais "Molding" bekanntes Ver- 
fahren, bei dem der Chip mittels einer Kunststoffmasse 
55 umkapseit wird. 

[0062] Sowohl die Kunststoffmasse 55 ais auch das 
gemaB Fig. 9 zusatzlich applizierte Fullmaterial 37 sor- 
gen im Bereich des Uberstands 49 des Chiptragers 21 
uber die Oberflache des Chips 22 fur eine stabilisieren- 
de Abstutzung. Da sich bei den in den Fig. 9 und 10 
dargestellten Verfahren zur zusatzlichen Stabilisierung 
der Chiptrager-Anordnung, bei denen die Chiptrager- 
Folie 38 auf einer ebenen Flache durch eine Vakuum- 
einrichtung 56 gehalten wird, vorstehende Lotmaterial- 
depots 29, wie in Fig. 1 dargestellt, ais storend erweisen 
wurden, werden in diesen Fallen die Lotmaterialdepots 
29 erst nachtraglich erzeugt. Hierzu konnen, wie in Fig. 
11 dargestellt, Lotmaterialformstucke 57 vor oder nach 
Heraustrennen der mit dem Chip22verbundenen Chip- 
trager 21 aus der Chiptrager-Folie 38 in die Ausneh- 
mungen 26 plaziert und anschlieBend zur Ausbildung 
der Lotmaterialdepots 29 umgeschmolzen werden. Bei 
dem in Fig. 11 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel sind 
die Lotmaterialformstucke 57 kugelformig ausgebildet 
und werden durch eine Lotkugelplaziereinrichtung 58 in 
die Ausnehmungen 26 plaziert. 
[0063] In den Fig. 12, 13 und 14 sind unterschiedlich 



ausgebildete Chipmodule 59, 60 und 61 beispielhaft 
dargestellt. Dabei entspricht die gewahlte Ansicht in et- 
wa einem Schnittverlauf zwischen der Tragerschicht 23 
und jeweils einer die Leiterbahnen 28 aufweisenden 

5 Kontaktschicht 69, 70, 71 . Fig. 12 zeigt das Chipmodul 
59 mit einer sogenannten "zweireihigen Fan-Out"-Kon- 
figuration, bei der ausgehend von der peripheren, ein- 
reihigen Anordnung der Kontaktmetallisierungen 33 des 
Chips 22 uber die Kontaktschicht 69 eine flachige Um- 

10 verteilung in einem Chiptrager 62 erfolgt, bei der auBer- 
halb der Chipperipherie zwei Reihen 63, 64 von AuBen- 
kontaktbereichen 26 angeordnetsind. 
[0064] Fig. 1 3 zeigt eine ubereinstimmende Konf igu- 
ration, wobei hier ein Chiptrager 65 verwendet wird, bei 

15 dessen Kontaktschicht 70 nicht nur die Leiterbahnen 28 
aus Kupfer, sondern vielmehr die gesamte Kontakt- 
schicht 70 aus Kupfer besteht, wobei die Leiterbahn 28 
durch Atzfugen vom ubrigen Kupfermaterial getrennt ist. 
Der in Fig. 13 beispielhaft dargestellte Chiptrager 65 

20 zeichnet sich daher durch eine besonders hohe Steifig- 
keit aus. 

[0065] Fig. 14 zeigt schlieBJich einen Chiptrager 66 
mit einer sogenannten einreihigen "Fan-Out"-Konfigu- 
ration, bei der lediglich eine Reihe 67 von AuBenkon- 

25 taktbereichen 26 auBerfialb der Chipperipherie ange- 
ordnet ist und alle ubrigen AuBenkontaktbereiche 26 
sich innerhalb der Chipperipherie verteilt befinden. 
[0066] Fig. 1 5 zeigt einen Modulverbund 72 mit einem 
Wafer 73 und einem auf dem Wafer 73 angeordneten 

30 Chiptragerverbund 74 mit einer Vielzahl zusammenhan- 
gend auf der gemeinsamen Tragerschicht 23 angeord- 
neter Chiptrager 76. Wie der Darstellung gemaB Fig. 15 
zu entnehmen ist, weist der Wafer eine Vielzahl zusam- 
menhangend ausgebildeter Chips 75 auf, denen jeweils 

35 ein Chiptrager 76 aus dem Chiptragerverbund 74 zuge- 
ordnet ist. Zu der der Herstellung des in Fig. 15 darge- 
stellten Modulverbunds 72 nachfolgenden Vereinzelung 
von Chipmodulen 77, die im vorliegenden Fall aus je- 
weils einem Chip 75 und einem Chiptrager 76 gebildet 

40 sind, sind auf dem Wafer 73 Teilungsnuten 78 vorgese- 
hen, langs deren Verlauf der Modulverbund 72 durch 
Sagen oder auch andere geeignete Trennvorgange in 
die Chipmodule 77 vereinzelt werden kann. 
[0067] Die aus dem Modulverbund 72 vereinzelten 

45 Chipmodule 77 konnen in einer Ausfuhrungsform hin- 
sichtlich ihres Aufbaus im wesentlichen mit dem in Fig. 
1 dargestellten Chipmodul 20 ubereinstimmen, mit dem 
Unterschied, daB der Chiptrager 76 abweichend von 
dem in Fig. 1 dargestellten Chiptrager 21 mitseinen Au- 

so Benrandern im wesentlichen bundig mit den Chipseiten- 
randern verlauft und diese nicht, wie in Fig. 1 darge- 
stellt, seitlich uberragt. 

[0068] Ein derartiger Chiptrager 76 ist in Draufsicht in 
Fig. 16 dargestellt und ermoglicht, ausgehend von den 
55 Chipkontaktbereichen 81, eine sogenannte "Fan-ln"- 
Verteilung von AnschluBflachen 79 einer AnschluBfla- 
chenanordnung 80 auf der Tragerschicht 23 des Chip- 
tragers 76. Die AnschluBflachenanordnung 80 des 
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Chiptragers 76 ist in Fig. 15 durch einen rahrnenartigen, 
schraffierten Linienverlauf vereinfacht dargestellt. 
[0069] Abgesehen von dem vorstehend erwahnten 
Unterschied zum Aufbau des in Fig. 1 dargestellten 
Chipmoduls 20, derart, daB zur Herstellung eines Chip- 5 
moduls 77 eine im wesentlichen zu der Chipoberflache 
bundige Ausbildung des Chiptragers 76 erforderlich ist, 
konnen zur Herstellung des in Fig. 1 5 dargestellten Mo- 
dulverbunds samtliche der in den Fig. 2 bis 7 dargestell- 
ten Verfahrensschritte durchgefuhrt werden, mit dem 
Unterschied, daft statt eines einzelnen Chips 22 eine 
Vielzahl in dem Wafer 73 zusammenhangend ausgebil- 
deter Chips 75 und statt eines einzelnen Chiptragers 21 
eine Vielzahl in dem Chiptragerverbund 74 zusammen- 
hangend ausgebildeter Chiptrager 76 verwendet wer- 
den. Es erfolgt somit die Herstellung von Chipmodulen 
77 durch Vereinzelung der Chipmodule 77 aus einem 
zuvor beispielsweise entsprechend den in den Fig. 2 bis 
7 dargestellten Verfahrensschritten hergestellten Mo- 
dulverbund 72. 

[0070] Urn bei der groftflachigen Applikation des 
Chiptragerverbunds 74 auf dem Wafer 73 - wie bei- 
spielsweise bezogen auf die Herstellung des einzelnen 
Chipmoduls 20 in Fig. 7 dargestellt - die Ausbildung von 
Lufteinschlussen zwischen dem Chiptragerverbund und 
der Oberflache des Wafers 73 zu verhindern, kann der 
Chiptragerverbund mit in Fig. 15 nicht naher dargestell- 
ten, als Perforationslinien ausgebildeten Teilungslinien 
versehen sein, die deckungsgleich mit den Teilungslini- 
en 78 des Wafers 73 sind, die einzelnen Chiptrager 76 
voneinander abteilen und gleichzeitig durch die Perfo- 
rationen ein Entweichen von Luft zur Verhinderung der 
vorstehend erwahnten Lufteinschiusse ermoglichen. 
[0071] Zur Ermoglichung einer korrekten Relativposi- 
tionierung des Chiptragerverbunds 74 zum Wafer 73 mit 
entsprechenden, in Fig. 15 dargestellten Uberdek- 
kungslagen zwischen den einzelnen Chiptragern 76 
und den Chips 75, die eine Kontaktierung zwischen den 
Chipkontaktbereichen 81 an den Enden von Leiterbah- 
nen 82 von den einzelnen Chiptragern 76 zugeordneten 
Leiterbahnstrukturen 83 ermoglichen, kann der Wafer 
73 auf seiner Oberflache mit Positionierungsstiften 84, 
85 versehen sein, die in korrespondierend ausgebilde- 
te, hier nicht naher dargestellte Positionierungsoffnun- 
gen in der Tragerschicht 23 des Chiptragerverbunds 74 
eingreifen. Die Positionierungsstifte 84, 85 konnen von 
uberhoht ausgebildeten Bumps im Randbereich des 
Wafers 73 unvollstandig ausgebildeter Chips gebildet 
sein. Wie die ubrigen, hier nicht naher dargestellten 
Bumps der funktionsfahigen Chips 75 konnen grund- 
satzlich die Bumps des Wafers durch beispielsweise au- 
tokataiytische Materialabscheidung oder eineTauchbe- 
lotung hergestellt werden. 

[0072] In den Fig. 17 bis 20 ist eine von der in den 
Fig. 2 bis 7 abweichende Herstellung des Verbundes 
zwischen einem Chip und einem Chiptrager bzw. einem 
Wafer und einem Chiptragerverbund am Beispiel der 
Verbindung einer Chipanschluftflache 86 mit einer Lei- 



terbahn 82 eines Chiptragers 76 dargestellt. Wie nach- 
folgend erlautert wird, ermoglicht der in den Fig. 17 bis 
20 dargestellte Verbindungsaufbau eine besonders ko- 
stengunstige Herstellung von Chipmodulen 77 auf Wa- 
ferebene (Fig. 15), 

[0073] Wie die Draufsicht auf einen ausgeschnittenen 
Bereich des Chiptragers 76 in Fig. 17 in einer Zusam- 
menschau mit der entsprechenden Seitenansichtin Fig. 
18 deutlich macht, besteht der Chiptrager 76 im vorlie- 
genden Fall aus der Tragerschicht 23 mit einer auf deren 
Unterseiteangeordneten Leiterbahnstruktur83, von der 
hier lediglich die eine Leiterbahn 82 dargestellt ist Die 
Leiterbahn 82 ist im vorliegenden Fall aus einem Sta- 
bleiter 87 und einem Kreisflachenleiter 88 zusammen- 
gesetzt. Die Leiterbahn 82 ist so auf der Unterseite der 
Tragerschicht 23 angeordnet, daft sich ein Chipkontakt- 
bereich 89 des Stableiters 87 und der Kreisflachenleiter 
88 der Leiterbahn 82 unterhalb einer Offnung 90 bzw. 
einer Ausnehmung 91 in der Tragerschicht 23 befinden. 
Die Ausnehmung 91 ist nach unten durch die Ruckseite 
des Kreisflachenleiters 88 der Leiterbahn 82 begrenzt. 
Die Offnung 90 in der Tragerschicht 23 reicht bis an die 
Ruckseite des Stableiters 87 der Leiterbahn 82 und gibt 
uberdies einen den Chipkontaktbereich 89 des Stablei- 
ters 87 umgebenden Umgebungsbereich 92 frei, der, 
wie in Fig. 17 dargestellt, sich noch uber die Chipan- 
schluftflache 86 hinaus erstreckt. 
[0074] Wie Fig. 18 zeigt, ist eine zur Herstellung des 
Verbunds zwischen dem Chiptragerverbund 74 und 
dem Wafer 73 vorgesehene Kleberschicht 98 so ange- 
ordnet, daft eine im wesentlichen mit der Flache der Off- 
nung 90 deckungsgleiche Verbindungsflache 93 auf der 
Oberflache des Wafers 73 bzw. des Chips 75 ausgebil- 
det ist, in deren Innenbereich die Chipanschluftflache 
86 angeordnet ist. Weiterhin wird aus Fig. 18 deutlich, 
daft zwischen der Oberflache der Chipanschluftflache 
86 und der Unterseite des Stableiters 87 der Leiterbahn 
82 ein Kontaktspalt 94 ausgebildet ist. 
[0075] Fig. 19 zeigt die Ausnehmung 91 im Chiptra- 
ger 76 des Chiptragerverbunds 74 und die im Umge- 
bungsbereich 92 bis an die Oberflache des Wafers 73 
reichende Offnung 90 des Chiptragers 76 nach Einbrin- 
gung eines Verbindungsmaterials 95. Dabei ist die Off- 
nung 90 im Bereich der Chipanschluftflache 86 und des 
Chipkontaktbereichs 89 der Leiterbahn 82 sowie der 
Kontaktspalt 94 mit dem Verbindungsmaterial 95 aus- 
gefullt, so daft, wie aus der Sen nittdarstel lung in Fig. 20 
deutlich wird, ein allseitiger Einschluft der Leiterbahn 82 
im Chipkontaktbereich 89 mit sicherer Verbindung zur 
Chipanschluftflache 86 die Folge ist. Dieser allseitige 
Einschluft ist eine Folge des allseitigen Aufwachsens 
des Verbindungsmaterials 95 beim Abscheidevorgang. 
Hieraus ergibt sich auch ein Zuwachsen des Kontakt- 
spalts 94. 

[0076] Als besonderer Vorteil bei dem in den Fig. 17 
bis 20 dargestellten Verbindungsaufbau erweist es sich, 
daft sowohl die Ausnehmung 91 als auch die Offnung 
90 im Chiptrager 76 in ein und demselben Verfahrens- 
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schritt mit Verbindungsmaterial 95 befullt werden kon- 
nen, so daB einerseits AuBenkontaktbumps 96 fur die 
auGere AnschluBflachenanordnung 80 des Chiptragers 
76 und andererseits Innenverbindungen 97 zwischen 
dem Wafer 73 bzw. den durch diesen zusammenhan- 
gend ausgebildeten Chips 75 und den Chiptragern 76 
geschaffen werden. 

[0077] Die Offnungen 90 im Chiptragerverbund 74 
sind ausreichend groB, so daB die Chipanschlu Bflachen 
86 des Wafers 73 vor der Einbringung von Verbindungs- 
material 95, die beispielsweise durch autokatalytische 
Abscheidung von Nickel Oder dergleichen erfolgen 
kann, gereinigt und/oder mit einer Beschichtung, bei- 
spielsweise Zinkat oder einer Nickel-Zwischenschicht, 
versehen werden konnen. 

[0078] Die Einbringung des Verbindungsmaterials 
kann auf besonders vorteilhafte Weise durch Eintau- 
chen des Wafers 73 Oder Hindurchfuhren des Wafers 

73 in bzw. durch ein Materialbad erfolgen. 

[0079] Abweichend von der in den Fig. 1 7 bis 20 dar- 
gestellten stabformigen Geometrie der Leiterbahn 82 im 
Bereich der Offnung 90 sind auch andere Leiterbahn- 
geometrien moglich, die in besonderer Weise das vor- 
beschriebene Aufwachsen des Verbindungsmaterials 
beim Abscheidevorgangzur Ausbildung derVerbindung 
zwischen dem ChipanschluB 86 und der Leiterbahn 82 
fordem und nutzen. So kann die Leiterbahn 82 einen 
ringfdrmig ausgebildeten Chipkontaktbereich aufwei- 
sen, dessen Innendurchmesser so bemessen ist, daB 
der Verbindungsmaterialaufbau auf der 
ChipanschluBflache 86 infolge des Abscheidevorgangs 
quasi durch den Ring hindurch wfichst und so zur Aus- 
bildung derVerbindung beitragt. Dabei kann der ringfdr- 
mig ausgebildete Chipkontaktbereich durch den Rand 
der Offnung 90 abgedeckt sein Oder offenliegen. Insbe- 
sondere bei einem durch den Rand der Offnung 90 in 
der Tragerschicht 23 abgedeckten ringfdrmigen Chip- 
kontaktbereich laBt sich eine im wesentiichen zur Ober- 
f I ache des Chiptragers 76 bzw. des Chiptragerverbunds 

74 bundig ausgebildete Oberflache der Innenverbin- 
dung erzielen, ohne daB hierzu besondere MaBnahmen 
notwendig waren. Grundsatzlich kann die Offnung 90 
groBer oder kleiner a!s die ChipanschluBflache, aber 
auch gleich groB ausgebildet sein. 

[0080] Weitere Mbglichkeiten, die Ausbildung der 
Oberflache der Innenverbindung durch die Gestaltung 
der Leiterbahn 82 in deren Chipkontaktbereich 89 iiber 
die Geometrie der Leiterbahn 82 zu beeinflussen, be- 
stehen darin, die Leiterbahn 82 in diesem Bereich rah- 
menartig quadratisch, schlitzformig oder auch kreuzar- 
tig auszubilden. 



PatentansprQche 

1. Chipmodul mit einem Chiptrager (21) und minde- 
stens einem Chip (22, 75), wobei der Chiptrager als 
Folie ausgebildet ist mit einer Tragerschicht (23) 
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aus Kunststoff und einer Leiterbahnstruktur mit Lei- 
terbahnen (28), wobei die Leiterbahnen auf ihrer 
Vorderseite mit AnschluBflachen (32) des Chips 
verbunden sind und auf ihrer RQckseite AuBenkon- 

5 taktbereiche zur Ausbildung einer flachig verteilten 
AnschluBflachenanordnung zur Verbindung des 
Chipmoduls mit einem elektronischen Bauelement 
oder einem Substrat aufweisen, wobei die Leiter- 
bahnen in einer Ebene auf der dem Chip zugewand- 

10 ten Chipkontaktseite der Tragerschicht verlaufen 
und die AuBenkontaktbereiche durch Ausnehmun- 
gen in der Tragerschicht gebildet sind, die sich ge- 
gen die Ruckseite der Leiterbahnen erstrecken 
dadurch gekennzeichnet, 

is daB sich die Tragerschicht (23) uber die Chipober- 
flache des Chips (22, 75) erstreckt, der Chiptrager 
(21) unter zwischenliegender Anordnung eines 
Fullstoffs (37) mit dem Chip (22, 75) verbunden ist, 
und die Tragerschicht (23) sich iiber den Bereich 

20 der AnschluBflachen (32) des Chips (22, 75) er- 
streckt. 

2. Chipmodul nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

25 daB die Tragerschicht (23) iiber den Bereich der 
AnschluBflachen (32) des Chips hinweg kontinuier- 
lich ausgebildet ist, derart, daB die Tragerschicht 
(23) im Bereich der AnschluBflachen (32) des Chips 
geschlossen ist. 

30 

3. Chipmodul nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Tragerschicht (23) in einem Uberdeckungs- 
bereich mit den AnschluBflachen (32, 86) des Chips 
35 (22, 75) Offnungen (90) aufweist, die sich gegen die 
Ruckseite (27) der Leiterbahnen (82) erstrecken 
und zur Aufnahme von die Leiterbahnen mit den zu- 
geordneten AnschluBflachen elektrisch verbinden- 
dem Verbindungsmaterial (95) dienen. 

40 

4. Chipmodul nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Leiterbahnen (82) im Bereich der Offnun- 
gen (90) so angeordnet sind, daB ein Chipkontakt- 
^5 bereich (89) der Leiterbahnen (82) die AnschluBfla- 
chen (32, 86) des Chips (22, 75) nurteilweise uber- 
deckt, oder der Chipkontaktbereich (89) der Leiter- 
bahnen (82) benachbart zu den AnschluBflachen 
(32) liegt. 

so 

5. Chipmodul nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB langs der Peripherie des Chips (22) verlaufend 
55 ein Stutzrahmen vorgesehen ist 

6. Chipmodul nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 4, 
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gekennzeichnet durch 

einen die Seitenflachen des Chips (22) mit einem 
die Chipoberflache uberragenden Uberstand (49) 
des Chiptragers (21) verbindenden VerguB. 

7. Chipmodul nach einem oder mehreren der voran- 
gehenden Ansprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, 
da 3 die AuBenkontaktbereiche (26) mit Lotmaterial 
(42) versehen sind, dessen Schmelzpunkt niedriger 
ist als die zur thermischen Verbindung zwischen 
den Kontaktflachenmetallisierungen (33) des Chips 
(22) und den Leiterbahnen (28) des Chiptragers 
(21 ) notwendige Temperatur. 

8. Modulverbund mit einer Chiptrageranordnung und 
einer Chipanordnung, insbesondere einem Wafer, 
mit einer Vielzahl zusammenhangend ausgebilde- 
ter Chipmodule nach einem oder mehreren der An- 
sprtiche 1 bis 6, bei dem sowohl die Chiptrager als 
auch Chips jeweils einen Verbund bilden. 

9. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach 
einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 7, 
gekennzeichnet durch 

die Verfahrensschritte: 

Auftragen eines flieBfahigen Fullmaterials (37) 
auf die Chipoberflache oder die Chipkontakt- 
seite (35) des Chiptragers (21); 
einander Andrticken einer Chipkontaktseite 
(35) des Chiptragers (21) und der Chipoberfla- 
che und Kontaktierung der Leiterbahnen (28) 
des Chiptragers (21) mit den zugeordneten 
Kontaktmetallisierungen (33) des Chips (22) 
durch eine von der Seite der Tragerschicht, 
welche der Seite, die die Leiterbahnanordnung 
aufweist, gegenuberliegt, ausgehenden, rtick- 
wartigen Energiebeaufschlagung der Leiter- 
bahnen (28) unter Zwischenlage der Trager- 
schicht (23) bei gleichzeitiger Verdrangung des 
Fullmaterials (37). 

10. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach 
einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 7, 
gekennzeichnet durch 

die Verfahrensschritte: 

Bereitstellung eines Chiptragers, der auf der 
dem Chip (22) zugewandten Chipkontaktseite 
(35) mit einer Kleberschicht versehen ist; 
einander Andrticken der Chipkontaktseite (35) 
des Chiptragers (21) und der Chipoberflache 
und Kontaktierung der Leiterbahnen (28) des 
Chiptragers (21) mit den zugeordneten Kon- 
taktmetallisierungen (33) des Chips (22) durch 
eine rtickwartige Energiebeaufschlagung der 
Leiterbahnen (28) unter Zwischenlage der Tra- 



gerschicht (23) bei gleichzeitiger Verdrangung 
des Klebermaterials (37). 

11. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach 
5 einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 7, 

gekennzeichnet durch 

die Verfahrensschritte: 

Herstellung eines Modulverbunds (72) mit ei- 
10 nem Chiptragerverbund (74) und einem Chip- 

verbund (73) nach Anspruch 8; 
Herstellung einer Mehrzahl einzeiner Chipmo- 
dule (77) durch Vereinzelung von Einheiten 
aus mindestens einem Chip (75) und einem da- 
is mit kontaktierten Chiptrager (76) aus dem Mo- 
dulverbund (73). 

12. Verfahren nach Anspruch 11, 
gekennzeichnet durch 

20 die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung 
des Modulverbunds (72): 

Bereitstellung eines Wafers (73), der auf den 
AnschluBflachen (86) mit erhohten Kontaktme- 
25 tallislerungen versehen ist, und eines Chiptra- 

gerverbunds (74) mit einer Vielzahl von auf ei- 
ner gemeinsamen Tragerschicht (23) angeord- 
neten Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiterbah- 
nen (82); 

30 - Auftragen eine flieBfahigen Fullmaterials (37) 
auf die Kontaktflache des Wafers oder die 
Chipkontaktseite des Chiptragerverbunds; 
Relativpositionierung des Wafers und des 
Chiptragerverbunds, derart, daB sich eine 
35 Uberdeckungslage zwischen den Kontaktme- 

tallisierungen des Wafers und Kontaktberei- 
chen (89) der zugeordneten Leiterbahnen (82) 
der Leiterbahnstrukturen einstellt; 
Herstellung einer flachigen Verbindung zwi- 
40 schen dem Wafer und dem Chiptragerverbund 

und Kontaktierung der Kontaktmetallisierun- 
gen des Wafers mit den zugeordneten Leiter- 
bahnen des Chiptragerverbunds. 

45 13. Verfahren nach Anspruch 11, 
gekennzeichnet durch 

die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung 
des Modulverbunds (72): 



so - Bereitstellung eines Wafers (73), der auf den 
AnschluBflachen (86) mit erhohten Kontaktme- 
tallisierungen versehen ist, und eines Chiptra- 
gerverbunds (74) mit einer Vielzahl von auf ei- 
ner gemeinsamen Tragerschicht (23) angeord- 

55 neten Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiterbah- 

nen (82) und einer Kleberschicht (37) auf der 
Chipkontaktseite der Tragerschicht (23); 
Relativpositionierung des Wafers (73) und des 
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Chiptragerverbunds (74), derart, daB sich eine 
Uberdeckungslage zwischen den Kontaktme- 
tallisierungen des Wafers und Kontaktberei- 
chen (89) der zugeordneten Leiterbahnen (82) 
der Leiterbahnstrukturen einstellt; 5 
Herstellung einer flachigen Verbindung zwi- 
schen dem Wafer (73) und dem Chiptragerver- 
bund (74) und Kontaktierung der Kontaktmetal- 
lisierungen des Wafers mlt den zugeordneten 
Leiterbahnen des Chiptragerverbunds. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 Oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kontaktierung der Kontaktmetallisierungen 
mit den Leiterbahnen (82) durch die Tragerschicht 
(23) des Chiptragerverbunds (74) erfolgt. 

15. Verfahren nach einem Oder mehreren der Anspru- 
che 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB als Hilfsmittei zur Relativpositionierung des 
Wafers (73) gegenuber dem Chiptragerverbund 
(74) der Wafer mit mindestens zwei Posrtionie- 
rungsstiften (84, 85) versehen ist, die in korrespon- 
dierend ausgebildete Positionierungsoffnungen in 
der Tragerschicht des Chiptragerverbunds (74) ein- 
greifen. 

16. Verfahren nach Anspruch 11 , 
gekennzeichnet durch 

die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung 
des Modulverbunds (72): 

Bereitstellung eines Wafers (73) und eines 
Chiptragerverbunds (74) mit einer Vielzahl auf 
einer gemeinsamen Tragerschicht (23) ange- 
ordneter Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiter- 
bahnen (82), wobei die Tragerschicht (23) die 
Ruckseite des Chipkontaktbereichs (89) der 
Leiterbahnen (82) freigebende Offnungen auf- 
weist; 

Auftragen eines flieBfahigen Fullmaterials (37) 
auf die Kontaktoberflache des Wafers (73) oder 
die Chipkontaktseite des Chiptragerverbunds 
(74), derart, daB die AnschuBflachen (86) des 
Wafers bzw. die Offnungen (90) der Trager- 
schicht (23) frei bleiben; 
Relativpositionierung des Wafers (73) und des 
Chiptragerverbunds (74), derart, daB sich eine 
Uberdeckungslage zwischen den AnschluBfla- 
chen des Wafers und den Offnungen in der Tra- 
gerschicht des Chiptragerverbunds einstellt; 
Herstellung einer flachigen Verbindung zwi- 
schen dem Wafer (73) und dem Chiptragerver- 
bund (74) und Kontaktierung der AnschluBfla- 
chen des Wafers mit den Chipkontaktbereichen 
der zugeordneten Leiterbahnen durch Einbrin- 
gung von Verbindungsmaterial (95) in die Off- 



nungen (90) der Tragerschicht (23) des Chip- 
tragerverbunds. 

17. Verfahren nach Anspruch 11 , 
gekennzeichnet durch 

die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung 
des Modulverbunds (72): 

Bereitstellung eines Wafers (73) und eines 
Chiptragerverbunds (74) mit einer Vielzahl auf 
einer gemeinsamen Tragerschicht (23) ange- 
ordneter Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiter- 
bahnen (82), wobei die Tragerschicht (23) auf 
ihrer Chipkontaktseite mit einer Kleberschicht 
(37) versehen ist und die Ruckseite des Chip- 
kontaktbereichs (89) der Leiterbahnen (82) frei- 
gebende Offnungen aufweist; 
Relativpositionierung des Wafers (73) und des 
Chiptragerverbunds (74), derart, daB sich eine 
Uberdeckungslage zwischen den AnschluBfia- 
chen des Wafers und den Offnungen (90) in der 
Tragerschicht (23) des Chiptragerverbunds 
(74) einstellt; 

Herstellung einer flachigen Verbindung zwi- 
schen dem Wafer (73) und dem Chiptragerver- 
bund (74) und Kontaktierung der AnschluBfla- 
chen des Wafers mit den Chipkontaktbereichen 
der zugeordneten Leiterbahnen durch Einbrin- 
gung von Verbindungsmaterial (95) in die Off- 
nungen (90) der Tragerschicht (23) des Chip- 
tragerverbunds. 

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kontaktierung durch eine Abscheidung von 
Verbindungsmaterial (95) in den Offnungen (90) der 
Tragerschicht (23) erfolgt. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, 

die Kontaktierung durch stromlose Abscheidung 
von Verbindungsmaterial in einem Materialbad er- 
folgt. 

20. Verfahren nach Anspruch 1 9, 
dadurch gekennzeichnet 

daB als Materialbad ein Nickelbad verwendet wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kontaktierung durch Einbringung von Lot- 
material in die Offnungen (90) der Tragerschicht 
(23) erfolgt. 

22. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kontaktierung durch Einbringung von leit- 
fahigem Kleber in die Offnungen (90) der Trager- 
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schicht (23) erfolgt. 

23. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 16 bis 22, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB gleichzeitig mit der Einbringung von Verbin- 
dungsmaterial (95) in die Offnungen (90) der Tra- 
gerschicht (23) eine Einbringung von Verbindungs- 
material in die Ausnehmungen (91) der Trager- 
schicht erfolgt. 

24. Verfahren nach einem Oder mehreren der vorange- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Wafer (73) auf seiner Riickseite mit einer 

Deckschicht versehen wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zur Erzeugung der Deckschicht ein Epoxyd- 
Material auf die Riickseite des Wafers (73) aufge- 
bracht wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zur Erzeugung der Deckschicht eine Folie auf 
der Ruckseite des Wafers (73) aufgebracht wird. 

27. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 11 bis 26, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB die Vereinzelung von Chipmodulen (77) aus 
dem Modulverbund (72) durch Trennung aneinan- 
der angrenzender Chipmodule langs definierter 
Trennlinien (78) erfolgt. 

28. Verfahren nach Anspruch 27, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Trennung mittels Sagen erfolgt. 

29. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 11 bis 26, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB vor der Vereinzelung uber die Leiterbahnstruk- 
tur (83) des Chiptragerverbunds (74) eine elektri- 
sche Qberprufung des Wafers (73) erfolgt. 

30. Verfahren nach Anspruch 1 6 oder 1 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB vor der Vereinzelung von Chipmodulen (77) 
aus dem Modulverbund (72) die Einbringung von 
Lotmaterial (95) in die Ausnehmungen (91) in der 
Tragerschicht (23) des Chiptragerverbunds (74) er- 
folgt. 

31 . Verfahren nach einem oder mehreren der vorange- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 



daB ein zur Verbindung des Chiptragers (21) bzw. 
des Chiptragerverbunds (74) mit der Chipoberfla- 
che bzw. der Waferoberflache notwendiger Verbin- 
dungsdruck mittels Vakuum erzeugt wird. 

5 

32. Verfahren nach einem oder mehreren dervorange- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB die AuBenkontaktbereiche (26, 91) und/oder 
10 die Offnungen (90) in einem Schablonenauftrags- 
verfahren mit Lotmaterial (42, 95) versehen wer- 
den, wobei die Tragerschicht in einem nachfolgen- 
den Umschmelzverfahren zur Erzeugung von Lot- 
materialdepots (29) als Lotstopmaske dient. 

15 

33. Verfahren nach einem oder mehreren dervorange- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB die AuBenkontaktbereiche (26, 91) in einem 
20 Bestuckungsverfahren mit Lotmaterialformstucken 
(57) versehen werden. 

34. Verfahren nach einem oder mehreren dervorange- 
henden Anspruche, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Verbindung zwischen den Kontaktmetalli- 
sierungen (33) des Chips (22) bzw des Wafers (73) 
und den Leiterbahnen (28, 82) des Chiptragers (21) 
bzw. des Chiptragerverbunds (74) mit einem Lot- 
so verfahren erfolgt. 

35. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 34, 

dadurch gekennzeichnet, 

35 daB die Verbindung zwischen den Kontaktmetalli- 
sierungen (33) des Chips (22) bzw. des Wafers (73) 
und den Leiterbahnen (28, 82) des Chiptragers (21 ) 
bzw. des Chiptragerverbunds (74) mit einem Ther- 
mokompressionsverfahren erfolgt. 

40 

36. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 34, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Verbindung zwischen den Kontaktmetalli- 
45 sierungen (33) des Chips (22) bzw. des Wafers (73) 
und den Leiterbahnen (28, 82) des Chiptragers (21 ) 
bzw. des Chiptragerverbunds (74) mit einem Ultra- 
schallverfahren erfolgt. 



50 



Claims 



1 . Chip module with a chip carrier (21 ) and at least one 
chip (22, 75), wherein the chip carrier is designed 
55 as a sheet with a carrier layer (23) of plastics ma- 
terial and a conductor path structure with conductor 
paths (28), wherein the conductor paths are con- 
nected on their front to attachment faces (32) of the 
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chip and have, on their rear side, external bonding 
regions for forming a flatly distributed attachment 
face arrangement for connection of the chip module 
to an electronic component or a substrate, wherein 
the conductor paths extend in a plane on the chip 
bonding side of the carrier layer facing the chip, and 
the external bonding regions are formed by recess- 
es in the carrier layer which extend toward the rear 
side of the conductor paths, characterised In that 
the carrier layer (23) extends over the chip surface 
of the chip (22, 75), the chip carrier (21) is connect- 
ed to the chip (22, 75) with interposition of a filling 
material (37) and the carrier layer (23) extends over 
the region of the attachment faces (32) of the chip 
(22,75). 

2. Chip module according to claim 1 , characterised 
in that the carrier layer (23) is designed to be con- 
tinuous over the region of the attachment faces (32) 
of the chip in such a way that the carrier layer (23) 
is closed in the region of the attachment faces (32). 

3. Chip module according to claim 1, characterised 
in that the carrier layer (23) has, in an overlap re- 
gion with the attachment faces (32, 86) of the chip 
(22, 75), orifices (90) which extend toward the rear 
side (27) of the conductor paths (82) and serve to 
receive connecting material (95) electrically con- 
necting the conductor paths to the associated at- 
tachment faces. 

4. Chip module according to claim 3, characterised 
in that the conductor paths (82) are arranged in the 
region of the orifices (90) in such a way that they 
only partially overlap the attachment faces (32, 86) 
of the chip (22, 75) with a chip bonding region (89) 
or the chip bonding region (89) of the conductor 
paths (82) is adjacent to the attachment faces (32). 

5. Chip module according to one or more of claims 1 
to 4, characterised in that a supporting frame ex- 
tending along the periphery of the chip (22) is pro- 
vided. 

6. Chip module according to one or more of claims 1 
to 4, characterised by a casting compound which 
connects the lateral faces of the chip (22) to a pro- 
jection (49) of the chip carrier (21) protruding be- 
yond the chip surface. 

7. Chip module according to one or more of the pre- 
ceding claims, characterised in that the external 
bonding regions (26) are provided with solder ma- 
terial (42) of which the melting point is lower than 
the temperature required for the thermal connection 
between the contact face metallizations (33) of the 
chip (22) and the conductor paths (28) of the chip 
carrier (21). 
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8. Module assembly with a chip carrier assembly and 
a chip assembly, in particular a wafer, with a plurality 
of coherently formed chip modules, according to 
one or more of claims 1 to 6 in which both the chip 
carriers and chips form a respective assembly. 

9. Process for producing a chip module according to 
one or more of claims 1 to 7, characterised by the 
process steps of: 

application of a flowing filling material (37) to 
the chip surface or the chip bonding side (35) 
of the chip carrier (21); 

pressing together of a chip bonding side (35) of 
the chip carrier (21) and the chip surface and 
bonding of the conductor paths (28) of the chip 
carrier (21) with the associated contact metal- 
lizations (33) of the chip (22) by backward en- 
ergy loading of the conductor paths (28) issuing 
from the side of the carrier layer opposing the 
side with the conductor path arrangement with 
interposition of the carrier layer (23) and simul- 
taneous displacement of the filling material 
(37). 

10. Process for producing a chip module according to 
one or more of claims 1 to 7, characterised by the 
process steps of; 

preparing a chip carrier which is provided with 
an adhesive layer on the chip bonding side (35) 
facing the chip (22); 

pressing together of the chip bonding side (35) 
of the chip carrier (21 ) and the chip surface and 
bonding of the conductor paths (28) of the chip 
carrier (21) with the associated contact metal- 
lizations (33) of the chip (22) by backward en- 
ergy loading of the conductor paths (28) with 
interposition of the carrier layer (23) and simul- 
taneous displacement of the adhesive material 
(37). 



11. Process for producing a chip module according to 
one or more of claims 1 to 7, characterised by the 
45 process steps of: 

producing a module assembly (72) with a chip 
carrier assembly (74) and chip assembly (73) 
according to claim 8; 
so - producing a plurality of individual chip modules 
(77) by isolating units consisting of at least one 
chip (75) and one chip carrier (76) bonded 
therewith from the module assembly (73). 

55 12. Process according to claim 11, characterised by 
the following process steps for producing the mod- 
ule assembly (72) : 
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preparation of a wafer (73) provided with raised 
contact metallizations on the attachment faces 
(86) and of a chip carrier assembly (74) with a 
plurality of conductor path structures (83) with 
conductor paths (82) arranged on a common 5 
carrier layer (23); 

application of a flowing filling material (37) to 
the bonding surface of the wafer or the chip 
bonding side of the chip carrier assembly; 
relative positioning of the wafer and of the chip 10 
carrier assembly so as to adjust an overlap po- 
sition between the contact metallizations of the 
wafer and bonding regions (89) of the associ- 
ated conductor paths (82) of the conductor path 
structures; is 
production of a flat connection between the wa- 
fer and the chip carrier assembly and bonding 
of the contact metallizations of the wafer with 
the associated conductor paths of the chip car- 
rier assembly. 20 

13. Process according to claim 11, characterised by 
the following process steps for producing the mod- 
ule assembly (72) : 

25 

preparation of a wafer (73) provided with raised 
contact metallizations on the attachment faces 
(86) and of a chip carrier assembly (74) with a 
plurality of conductor path structures (83) with 
conductor paths (82) arranged on a common 30 
carrier layer (23) and of an adhesive layer (37) 
on the chip bonding side of the carrier layer 
(23) ; 

relative positioning of the wafer (73) and of the 
chip carrier assembly (74) so as to adjust an 35 
overlap position between the contact metalliza- 
tions of the wafer and bonding regions (89) of 
the associated conductor paths (82) of the con- 
ductor path structures; 

production of a flat connection between the wa- 40 
fer (73) and the chip carrier assembly (74) and 
bonding of the contact metallizations of the wa- 
fer with the associated conductor paths of the 
chip carrier assembly. 

45 

14. Process according to claim 12 or 13, characterised 
in that the bonding of the contact metallizations 
with the conductor paths (82) is achieved by the car- 
rier layer (23) of the chip carrier assembly (74). 

50 

15. Process according to one or more of claims 12 to 
14, characterised in that, as an aid to the relative 
positioning of the wafer (73) with respect to the chip 
carrier assembly (74), the wafer is provided with at 
least two positioning pins (84, 85) which engage in 55 
correspondingly formed positioning orifices in the 
carrier layer of the chip carrier assembly (74). 



16. Process according to claim 11, characterised by 
the following process steps for producing the mod- 
ule assembly (72) : 

preparation of a wafer (73) and a chip carrier 
assembly (74) with a plurality of conductor path 
structures (83) with conductor paths (82) ar- 
ranged on a common carrier layer (23), wherein 
the carrier layer (23) has orifices exposing the 
rear side of the chip bonding region (89) of the 
conductor paths (82); 

application of a flowing filling material (37) to 
the bonding surface of the wafer (73) or the chip 
bonding side of the chip carrier assembly (74) 
so the attachment faces (86) of the wafer or the 
orifices (90) of the carrier layer (23) are ex- 
posed; 

relative positioning of the wafer (73) and the 
chip carrier assembly (74) so as to adjust an 
overlap position between the attachment faces 
of the wafer and the orifices in the carrier layer 
of the chip carrier assembly; 
production of a flat connection between the wa- 
fer (73) and the chip carrier assembly (74) and 
bonding of the attachment faces of the wafer 
with the chip bonding regions of the associated 
conductor paths by introduction of connecting 
material (95) into the orifices (90) in the carrier 
layer (23) of the chip carrier assembly. 

17. Process according to claim 11, characterised by 
the following process steps for producing the mod- 
ule assembly (72) : 

preparation of a wafer (73) and a chip carrier 
assembly (74) with a plurality of conductor path 
structures (83) with conductor paths (82) ar- 
ranged on a common carrier layer (23), wherein 
the carrier layer (23) is provided with an adhe- 
sive layer (37) on its chip bonding side and has 
orifices exposing the rear side of the chip bond- 
ing region (89) of the conductor paths (82); 
relative positioning of the wafer (73) and the 
chip carrier assembly (74) so as to adjust an 
overlap position between the attachment faces 
of the wafer and the orifices (90) in the carrier 
layer (23) of the chip carrier assembly (74) ; 
production of a flat connection between the wa- 
fer (73) and the chip carrier assembly (74) and 
bonding of the attachment faces of the wafer 
with the chip bonding regions of the associated 
conductor paths by introduction of connecting 
material (95) into the orifices (90) in the carrier 
layer (23) of the chip carrier assembly. 

1 8. Process according to claim 1 6 or 1 7, characterised 
In that bonding is effected by deposition of connect- 
ing material (95) in the orifices (90) in the carrier 
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layer (23). 

19. Process according to claim 18, characterised In 
that bonding is effected by current-free deposition 
of connecting material in a bath of material. 

20. Process according to claim 19, characterised in 
that a bath of nickel is used as a bath of material. 

21 . Process according to claim 1 6 or 1 7, characterised 
in that bonding is effected by introduction of solder 
material into the orifices (90) in the carrier layer (23). 

22. Process according to claim 1 6 or 1 7, characterised 
in that bonding is effected by introduction of con- 
ductive adhesive into the orifices (90) in the carrier 
layer (23). 

23. Process according to one or more of claims 1 6 to 
22, characterised in that connecting material is in- 
troduced into the recesses (91) in the carrier layer 
simultaneously with the introduction of connecting 
material (95) into the orifices (90) in the carrier layer 
(23). 

24. Process according to one or more of the preceding 
claims, characterised in that the wafer (73) is pro- 
vided with a surface layer on its rear side. 

25. Process according to claim 24, characterised in 
that an epoxy resin material is applied to the rear 
side of the wafer (73) to produce the surface layer. 

26. Process according to claim 24, characterised in 
that a sheet is applied to the rear side of the wafer 
(73) to produce the surface layer. 

27. Process according to one or more of claims 11 to 
26, characterised in that the isolation of chip mod- 
ules (77) from the module assembly (72) is effected 
by separating mutually adjacent chip modules 
along defined parting lines (78). 

28. Process according to claim 27, characterised in 
that separation is effected by sawing. 

29. Process according to one or more of claims 11 to 
26, characterised in that electrical testing of the 
wafer (73) is effected prior to isolation via the con- 
ductor path structure (83) of the chip carrier assem- 
bly (74). 

30. Process according to claim 1 6 or 1 7, characterised 
in that solder material (95) is introduced into the 
recesses (91) in the carrier layer (23) of the chip 
carrier assembly (74) prior to isolation of chip mod- 
ules (77) from the module assembly (72). 



31 . Process according to one or more of the preceding 
claims, characterised In that a connecting pres- 
sure required to connect the chip carrier (21) or the 
chip carrier assembly (74) to the chip surface or the 

s wafer surface is produced by vacuum. 

32. Process according to one or more of the preceding 
claims, characterised in that the external bonding 
regions (26, 91 ) and/orthe orifices (90) are provided 

10 with solder material (42, 95) by a template applica- 
tion process, the carrier layer serving as a solder 
resisting mask in a subsequent reflow process for 
producing deposits of solder material (29). 

is 33. Process according to one or more of the preceding 
claims, characterised in that the external bonding 
regions (26, 91 ) are provided with shaped pieces of 
solder material (57) by an in-line process. 

20 34. Process according to one or more of the preceding 
claims, characterised in that the connection be- 
tween the contact metallizations (33) of the chip 
(22) or of the wafer (73) and the conductor paths 
(28, 82) of the chip carrier (21) or of the chip carrier 

25 assembly (74) is produced by a soldering process. 

35. Process according to one or more of claims 1 to 34, 
characterised In that the connection between the 
contact metallizations (33) of the chip (22) or of the 

30 wafer (73) and the conductor paths (28, 82) of the 
chip carrier (21 ) or of the chip carrier assembly (74) 
is produced by a therm ocompression process. 

36. Process according to one or more of claims 1 to 34, 
35 characterised in that the connection between the 

contact metallizations (33) of the chip (22) or of the 
wafer (73) and the conductor paths (28, 82) of the 
chip carrier (21 ) or of the chip carrier assembly (74) 
is produced by an ultrasonic process. 

40 

Revendications 

1 . Module a puce avec un support de puce (21 ) et au 
45 molns une puce (22, 75), le support de puce etant 
realise sous la forme d'une feuille et avec une cou- 
che support (23) en matiere synthetique et une 
structure a pistes conductrices comportant des pis- 
tes conductrices (28), les pistes conductrices sur 
so leur face avant etant reliees a des surfaces de rac- 
cordement (32) de la puce et sur leurs faces arrieres 
presentant des zones de contact exterieures pour 
former un agencement de surface de raccordement 
reparti dans un plan, pour assurer la liaison du mo- 
55 dule a puce a un composant electronique ou a un 
substrat, les pistes conductrices s'etendant dans un 
plan sur la face de contact de puce, tournee vers la 
puce, de la couche support et les zones de contact 
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exterieures etant f ormees par des evidements me- 
nages dans la couche support, qui s'etendent jus- 
qu'a la face arriere des pistes conductrices, 

caracterise en ce que 

la couche support (23) s'etend sur la surface 
de la puce (22, 75), ie support de puce (21) 6tant 
reli6 a la puce (22, 75) avec agencement interme- 
diaire d'une matiere de remplissage (37), et la cou- 
che support (23) s'etendant sur la zone des surfa- 
ces de raccordement (32) de la puce (22, 75). 

2. Module a puce selon la revendication 1 , caracteri- 
se en ce que la couche support (23) s'etend en con- 
tinu au-dela de la zone des surfaces de raccorde- 
ment (32) de la puce, de maniere que la couche 
support (23) soit fermee dans la zone des surfaces 
de raccordement (32) de la puce. 

3. Module a puce seion la revendication 1 , caracteri- 
se en ce que la couche support (23) presente, dans 
une zone de recouvrement avec les surfaces de 
raccordement (32, 86) de la puce (22, 75), des 
ouvertures (90) s'etendant jusqu'a la face arriere 
(27) des pistes conductrices (82) et servant a loger 
du materiau de liaison (95) reliant electriquement 
les pistes conductrices aux surfaces de raccorde- 
ment associees. 

4. Module a puce selon la revendication 3, caracteri- 
se en ce que les pistes conductrices (82) sont dis- 
posees dans la zone des ouvertures (90), de ma- 
niere qu'une zone de contact de puce (89) des pis- 
tes conductrices (82) ne couvre les surfaces de rac- 
cordement (32, 86) de la puce (22, 75) que partiel- 
lement, ou bien que la zone de contact de puce (89) 
des pistes conductrices (82) est disposed au voisi- 
nage des surfaces de raccordement (32). 

5. Module a puce selon une ou plusieurs des revendi- 
cations 1 a 4, caracterise en ce qu'un cadre d'ap- 
pui est prevu le long de la p6ripherie de la puce (22) . 

6. Module a puce selon une ou plusieurs des revendi- 
cations 1 a 4, caracterise par une masse de rem- 
plissage reliant les faces laterales de la puce (22) 
a une zone debordante (49) du support de puce (21 ) 
depassant la surface de la puce. 

7. Module a puce selon une ou plusieurs des revendi- 
cations precedentes, caracterise en ce que les zo- 
nes de contact exterieures (26) sont garnies de ma- 
teriau de brasure (42) dont le point de fusion est 
inferieur a la temperature necessaire pour obtenir 
la liaison thermique entre les metallisations des sur- 
faces de contact (33) de la puce (22) et les pistes 
conductrices (28) du support de puce (21). 

8. Ensemble de modules presentant un agencement 



de supports de puce et un agencement de puces, 
en particulier une tranche, comportant une plurality 
de modules a puce attaches tes uns aux autres se- 
lon une ou plusieurs des revendications 1 a 6, dans 
s lequel tant les supports de puce, que les puces tor- 
ment respectivement un ensemble. 

9. Proced6 de fabrication d'un module a puce selon 
une ou plusieurs des revendications 1 a 7, 
10 caracterise par les etapes de proced6 ci- 

apres: 

application d'un materiau de remplissage (37) 
fluide sur la surface de ia puce ou la face de 

15 contact de puce (35) du support de puce (21 ); 

pressage Tune sur I'autre d'une face de contact 
de puce (35) du support de puce (21) et de la 
surface de la puce et mise en contact des pistes 
conductrices (28) du support de puce (21 ) avec 

20 les metallisations de contact (33) associees de 

la puce (22), au moyen d'une application 
d'energie par I'arriere, a partir de la face de la 
couche support qui est opposee a la face qui 
presente I'agencement de pistes conductrices, 

25 cette application d'energie etant effectuee aux 

pistes conductrices (28) avec interposition de 
la couche support (23), avec refoulement si- 
murtane du materiau de remplissage (37). 

30 10. Procede de fabrication d'un module a puce selon 
une ou plusieurs des revendications 1 a 7, 

caracterise par les etapes de procede con- 
sistant a: 

35 - fournir un support de puce, muni d'une couche 
d'adhesif sur la face de contact de puce (35) 
tournee vers la puce (22) ; 
presser Tune sur I'autre de la face de contact 
de puce (35) du support de puce (21) et de la 

40 surface de la puce et mise en contact des pistes 

conductrices (28) du support de puce (21 ) avec 
les metallisations de contact (33) associees de 
la puce (22), par application d'energie par I'ar- 
riere aux pistes conductrices (28) avec interpo- 

^5 sition de la couche support (23), et refoulement 

simultane du materiau adhesif (37). 

11. Procede de fabrication d'un module a puce selon 
une ou plusieurs des revendications 1 a 7, 
so caracterise par les etapes de procede con- 

sistent a: 

fabriquer un ensemble de modules (72) ayant 
un ensemble de supports de puce (74) et un 
55 ensemble de puces (73) selon la revendication 

8; 

fabrication d'une plurality de modules de puce 
(77) individuels, par individualisation d'unites 
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fornixes d'au moins une puce (75) et d'un sup- 
port de puce (76), mis en contact avec elle, & 
partir de I'ensemble de modules (73). 

12. Precede selon ia revendication 1 1 , caracterlse par 
les stapes de proc£d6 suivantes pour la fabrication 
de I'ensemble de modules (72) : 

- fourniture d'une tranche (73) gamie de metalli- 
sations de contact sureiev6es sur les faces de 
raccordement (86), et d'un ensemble de sup- 
ports de puce (74) ayant une plurality de struc- 
tures de pistes conductrices (83), disposes 
sur une couche support (23) commune, avec 
des pistes conductrices (82) ; 

application d'un materiau de remplissage (37) 
fluide sur la face de contact de la tranche ou la 
face de contact de puce de I'ensemble de sup- 
ports de puce ; 

positionnement relatif de la tranche et de I'en- 
semble de supports de puce, de maniere k 6ta- 
blir une position de recouvrement des metalli- 
sations de contact de la tranche et des zones 
de contact (89) des pistes conductrices (82) as- 
sociees des structures de pistes conductrices ; 
fabrication d'une liaison en surface entre la 
tranche et I'ensemble de supports de puce et 
mise en contact des metallisations de contact 
de la tranche avec les pistes conductrices as- 
sociees de I'ensemble de supports de puce. 

1 3. Precede selon la revendication 1 1 , caracterlse par 
les etapes de precede suivantes pour la production 
de I'ensemble de modules (72): 

- fourniture d'une tranche (73), garnie de metal- 
lisations de contact sureievees sur les faces de 
raccordement (86), et d'un ensemble de sup- 
ports de puce (74) ayant une plurality de struc- 
tures de pistes conductrices (83) disposees sur 
une couche support (23) commune, avec des 
pistes conductrices (82) et une couche d'adhe- 
sif (37) sur ia face de contact de puce de la cou- 
che support (23) ; 

positionnement relatif de la tranche (73) et de 
I'ensemble de supports de puce (74), de ma- 
nure d etablir une position de recouvrement 
des metallisations de contact de la tranche et 
les zones de contact (89) des pistes conductri- 
ces (82) associees des structures de pistes 
conductrices ; 

etablissement d'une liaison en surface entre la 
tranche (73) et I'ensemble de supports de puce 
(74) et mise en contact des metallisations de 
contact de la tranche avec les pistes conductri- 
ces associees de I'ensemble de supports de 
puce. 



14. Procede selon la revendication 12 ou 13, caracte- 
rlse en ce que retablissement du contact des me- 
tallisations de contact avec les pistes conductrices 
(82) se fait & travers la couche support (23) de I'en- 

5 semble de supports de puce (74). 

15. Precede selon une ou plusieurs des revendications 
12 a 14, caracterlse en ce que, & titre de moyens 
auxiliaires pour obtenir le positionnement relatif de 

10 la tranche (73) par rapport 6 I'ensemble de supports 
de puce (74), la tranche est garnie d'au moins deux 
tiges de positionnement (84, 85) qui s'engagent 
dans des ouvertures de positionnement de configu- 
ration correspondante, menagees dans la couche 

is support de I'ensemble de supports de puce (74). 

1 6. Precede selon ia revendication 1 1 , caracterlse par 
les etapes de precede suivantes pour produire I'en- 
semble de modules (72) : 

20 

- fourniture d'une tranche (73) et d'un ensemble 
de supports de puce (74) avec une plurality de 
structures de pistes conductrices (83) dispo- 
sees sur une couche support (23) commune, 

25 ayant des pistes conductrices (82), la couche 

support (23) presentant des ouvertures dega- 
geant la face arriere de (a zone de contact de 
puce (89) des pistes conductrices (82) ; 

- application d'un materiau de remplissage (37) 
30 fluide sur la surface de contact de la tranche 

(73) ou la face de contact de puce de I'ensem- 
ble de supports de puce (74), de manure que 
les faces de raccordement (86) de la tranche 
ou les ouvertures (90) de la couche support 

35 (23) restent d6gag6es ; 

positionnement relatif de la tranche (73) et de 
I'ensemble de supports de puce (74) de manid- 
re 6 etablir une position de recouvrement des 
surfaces de raccordement de la tranche et les 

40 ouvertures m6nagees dans la couche support 

de i'ensemble de supports de puce ; 

- fabrication d'une liaison en surface entre la 
tranche (73) et I'ensemble de supports de puce 

(74) et mise en contact des surfaces de raccor- 
45 dement de la tranche avec les zones de contact 

de puce des pistes conductrices associees, par 
introduction de materiau de liaison (95) dans 
les ouvertures (90) de la couche support (23) 
de I'ensemble de supports de puce. 

50 

17. Precede selon la revendication 1 1 , caracterlse par 
les etapes de precede suivantes pour la fabrication 
de I'ensemble de modules (72): 

55 - fourniture d'une tranche (73) et d'un ensemble 
de supports de puce (74) avec une plurality de 
structures de pistes conductrices (83) dispo- 
sees sur une couche support (23) commune, 



18 



35 



EP0 948 813 B1 



36 



avec des pistes conductrices (82), la couche 
support (23) etant gamie dune couche d'adhe- 
sif (37) sur sa face de contact de puce et pr6- 
sentant des ouvertures degageant la face ar- 
riere de la zone de contact de puce (89) des 
pistes conductrices (82) ; 
positionnement relatif de la tranche (73) et de 
I'ensemble de supports de puce (74), de ma- 
nure a etablir une position de recouvrement 
des surfaces de raccordement de la tranche et 
des ouvertures (90) m6nagees dans la couche 
support (23) de I'ensemble de supports de puce 
(74); 

etablissement d'une liaison en surface entre la 
tranche (73) et I'ensemble de supports de puce 
(74) et mise en contact des surfaces de raccor- 
dement de la tranche avec les zones de contact 
de puce des pistes conductrices associees, par 
insertion de materiau de liaison (95) dans les 
ouvertures (90) de la couche support (23) de 
I'ensemble de supports de puce. 

18. Precede selon la revendication 16 ou 17, caracte- 
rise en ce que la mise en contact s'effectue par de- 
pot de materiau de liaison (95) dans les ouvertures 
(90) de la couche support (23). 

19. Precede selon la revendication 18, caracterise en 
ce que la mise en contact s'effectue par depdt sans 
courant de materiau de liaison dans un bain de ma- 
teriau. 

20. Precede selon la revendication 1 9, caracterise en 
ce que Ton utilise un bain de nickel comme bain de 
materiau. 

21. Proc6d6 selon la revendication 16 ou 17, caracte- 
rise en ce que la mise en contact s'effectue par in- 
troduction de materiau de brasure dans les ouver- 
tures (90) de la couche support (23). 

22. Precede selon la revendication 16 ou 17, caracte- 
rise en ce que la mise en contact s'effectue par in- 
troduction d'adhesif conducteur dans les ouvertu- 
res (90) de la couche support (23). 

23. Precede selon une ou plusieurs des revendications 
16 a 22, caracterise en ce que, simultan6ment a 
I'introduction de materiau de liaison (95) dans les 
ouvertures (90) de la couche support (23), une in- 
troduction de materiau de liaison s'effectue dans les 
evidements (91) de la couche support. 

24. Precede selon une ou plusieurs des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la tranche (73) 
est garnle d'une couche de recouvrement sur sa fa- 
ce arriere. 



25. Precede selon la revendication 24, caracterise en 
cequ'un materiau epoxyde est applique sur la face 
arriere de la tranche (73) pour former la couche de 
couverture, 

5 

26. Procede selon la revendication 24, caracterise en 
ce qu'une feuille est appliquee en face arriere de 
la tranche (73) pour former la couche de couverture. 

10 27. Precede selon une ou plusieurs des revendications 
11 a 26, caracterise en ce que I'individualisation 
des modules a puce (77) a partir d'un ensemble de 
modules (72) s'effectue par separation les uns des 
autres de modules a puce adjacents, le long de li- 

75 gnes de separation (78) definies. 

28. Precede selon la revendication 27, caracterise en 
ce que la separation s'effectue par sciage. 

20 29. Precede selon une ou plusieurs des revendications 
11 a 26, caracterise en ce que, avant de proc6der 
a I'individualisation, un contrdle electrique de la 
tranche (73) est effectue, par l' intermediate de la 
structure a pistes conductrices (83) de I'ensemble 

25 de supports de puce (74). 

30. Precede selon la revendication 16 ou 17, caracte- 
rise en ce que, avant de procdder a I'individualisa- 
tion des modules a puce (77) a partir de I'ensemble 
30 de modules (72), I'introduction de materiau de bra- 
sure (95) est effectu6e dans les evidements (91) 
m6nages dans la couche support (23) de I'ensem- 
ble de supports de puce (74). 

35 31 . Precede selon une ou plusieurs des revendications 
precedentes, caracterise en ce qu'une pression 
de liaison, necessaire pour relier le support de puce 
(21) ou I'ensemble de supports de puce (74) a la 
surface de la puce ou a la surface de la tranche, est 

40 gg n g r g e en utilisant du vide. 

32. Precede selon une ou plusieurs des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les zones de 
contact exterieures (26, 91) et/ou les ouvertures 

45 (90) sont garnies d'un materiau de brasure (42, 94), 
en suivant un processus d'application avec gabarit, 
la couche support servant, pendant un precede de 
refusion subsequent, a former des d6p6ts de mate- 
riau de brasure (29) faisant office de masque d'arret 

so de brasure. 

33. Precede selon une ou plusieurs des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les zones de 
contact exterieures (26, 91) sont munies de pieces 

55 formees (57) en materiau de brasure, selon un pro- 
cede de garnissage. 

34. Precede selon une ou plusieurs des revendications 
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precedentes, caracterise en ce que la liaison entre 
ies metallisations de contact (33) de la puce (22) ou 
de la tranche (73) et Ies pistes con duct rices (28, 82) 
du support de puce (21) ou de I'ensemble de sup- 
ports de puce (74) s'effectue selon un procede de 5 
brasure. 

35. Procede selon une ou plusieurs des revendications 
1 a 34, caracterise en ce que la liaison entre Ies 
metallisations de contact (33) de la puce (22) ou de 10 
la tranche (73) et Ies pistes conductrices (28, 82) 

du support de puce (21) ou de I'ensemble de sup- 
ports de puce (74) s'effectue avec un procede de 
thermocompression. 

15 

36. Procede selon une ou ptusieurs des revendications 
1 a 34, caracterise en ce que la liaison entre Ies 
metallisations de contact (33) de la puce (22) ou de 
la tranche (73) et Ies pistes conductrices (28, 82) 

du support de puce (21) ou de I'ensemble de sup- 20 
ports de puce (74) s'effectue avec un procede aux 
ultrasons. 
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paths are connected on their front to attachment 
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have external bonding regions (26) for forming a 
flatly distributed attachment face arrangement 
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electronic component or a substrate (31), and the 
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CHIP MODULE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME 

Description of corresponding document: US6093971 



BACKGROUND OF THE INVENTION 

1 . Field of the Invention 

The present invention relates to a chip module with a chip carrier and at least one chip, wherein the chip 
carrier is designed as a sheet with a carrier layer of plastics material and a conductor path structure with 
conductor paths, and the chip carrier is connected to the chip with interposition of a filling material, 
wherein the conductor paths are connected on their front to attachment faces of the chip and have, on 
their rear, external bonding regions for forming a flatly distributed attachment face arrangement for 
connection of the chip module to an electronic component or a substrate. The invention also relates to a 
process for producing such a chip module. 

Chip modules of the above-mentioned type are used, for example, to allow a flatly distributed less dense 
attachment face arrangement for connecting the chip to a board or the like by conventional SMT (surface 
mounted technology) starting from the very dense peripheral attachment face arrangement of a chip via 
the chip carrier provided with a conductor path structure. Sufficiently great spacing between the individual 
attachment faces of the attachment face arrangement has proven particularly important, in particular, 
because the external attachment face arrangement is generally connected to the board or the like by a 
reflow process. If the space between the individual attachment faces is too small, short-circuit connections 
between individual solder bumps of the attachment face arrangement can arise. 

Owing to the increasing demand for miniaturisation of chip modules, chip modules described as 
"CSP" (chip size package or also chip scale package) have been developed oh the basis of so-called 
"BGA" (ball grid array) attachment face distributions. In contrast to the above-mentioned BGAs in which 
the flat redistribution of the chip attachment faces over a surface area which is substantially greater than 
the chip surface is effected by means of correspondingly great chip carriers, an area which substantially 
coincides with the surface of the chip is available for the chip carrier in the chip modules designated by 
CSP. It has therefore proven important with the CSPs to utilise the available area as well as possible. 

2. Description of the Related Art 

In known CSPs, of the type known, for example, from U.S. Pat. No. 5,367,763 or from "Proceedings of the 
1993 International Symposium on Microelectronics (ISHM), Dallas, Tex., pages 318-323", the edge region 
of the area available for the chip carrier and congruent with the surface, for the attachment connections 
between the attachment faces of the chip and the conductor path structure of the chip carrier is used up so 
the chip carrier extends only in an internal surface region reduced by the edge region. It is therefore 
necessary with chip modules of this design to provide the periphery of the chip surface with a separate 
covering, for example a casting compound, in a subsequent stage of operation in order to achieve a 
complete housing which also covers the attachment faces of the chip in an insulating manner. 

It is accordingly the object of the present invention to propose a chip module and a process for producing 
a chip module which allow better utilisation of the chip surface available for the arrangement of the chip 
carrier, the construction of the chip module at the same time being as simple as possible. 

SUMMARY OF THE INVENTION 

This object is achieved with a chip module according to the invention, wherein the conductor paths extend 
in a plane on the chip bonding side of the carrier layer facing the chip. The carrier layer itself is therefore 
available for the mutually insulated arrangement of the redistributed attachment faces, so the external 
bonding regions for forming the flatly distributed attachment face arrangement can be formed by recesses 
in the carrier layer extending toward the rear of the conductor path. The carrier layer also extends over the 
region of the attachment faces of the chip in the chip module according to the invention so the entire chip 
surface is covered by the carrier layer of the chip carrier. Overall, this results in a very simple construction 
and correspondingly simple production of the chip module. 
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In a first embodiment of the chip module according to the invention, the carrier layer of the chip carrier is 
closed in the overlap region with the attachment faces of the chip so even this overlap region in the 
peripheral region of the chip carrier surface is available for the arrangement of external attachment faces 
on the chip carrier surface. 

In a further embodiment of the chip module according to the invention, the chip carrier has a carrier layer 
having orifices in an overlap region with the attachment faces of the chip which extend toward the rear of 
the conductor paths and serve to receive connecting material electrically connecting the conductor paths 
to the associated attachment faces. 

This embodiment of the chip module allows production during which both the recesses in the carrier layer 
provided for receiving connecting material for the bonding of the chip module with a board or other 
components and the orifices in the carrier layer can be filled with connecting material in one and the same 
step of the process. 

The design of the chip module according to claim 4 makes the chip attachment faces readily accessible for 
the connecting material so high reliability of bonding is guaranteed. 

If sealing or mechanical stabilisation of the assembly of chip and chip carrier is not sufficient owing to the 
filling material arranged between the chip and the chip carrier, a supporting frame preferably formed from 
the filling material can be provided along the periphery of the chip for completion. Effective mechanical 
stabilisation of the chip module is thus achieved in each case without the dimensions of the chip module 
predetermined by the chip having to be significantly increased for this purpose. 

Alternatively to the above-mentioned possibility, however, it is also possible to provide sealing or 
mechanical stabilisation of the chip module by a casting compound of the chip which connects the lateral 
faces of the chip with a projection of the chip carrier projecting beyond the chip surface. This type of 
sealing or mechanical stabilisation of the chip module is particularly advantageous if a chip module is to be 
produced in the form of a chip size package in which the chip carrier surface is somewhat greater than the 
chip surface so the chip module has a projection of the chip carrier. 

For fitting the chip module on a substrate or a board by known SMT technology, during which the external 
bonding regions arranged on the chip carrier surface and provided, for example, with solder material are 
connected to correspondingly arranged counter-bonds on the carrier layer or the board, it has proven 
advantageous if the external bonding regions of the chip carrier surface are provided with solder material 
of which the melting point is lower than the temperature required for the thermal connection between the 
contact metallizations of the chip and the conductor paths of the chip carrier. This ensures that the 
connections between the contact metallizations of the chip and the conductor paths of the chip carrier 
cannot be destabilised owing to the temperature loading of the chip module for producing the soldered 
connection between the chip carrier and the substrate or the board. 

It has proven particularly advantageous for production of chip modules if the chip modules are combined 
according to the invention in a module assembly formed from a chip carrier assembly with a plurality of 
coherently formed chip carriers and a chip assembly, in particular a wafer with a plurality of coherently 
formed chip units or dies. 

When carrying out the process according to the invention for producing chip modules, a flowing filling 
material is initially applied to the chip surface or the chip bonding side of the chip carrier. This filling 
material serves, on the one hand, for the sealed arrangement of the chip carrier on the chip and, on the 
other hand, for the mechanical stabilisation of the chip carrier on the chip. The filling material can also 
have adhesive properties for forming a flat assembly between the chip and the chip carrier. The filling 
material is distributed in the gap between the chip bonding side of the chip carrier and the chip surface by 
pressing the chip carrier and the chip together. Owing to the bonding of the conductor paths and the 
associated contact metallizations of the chip by a backward energy loading of the conductor paths with 
interposition of the carrier layer, the surface of the carrier layer of the chip carrier remains closed even 
during bonding so the filling material can only be displaced to the side. This ensures that the filling material 
covers the entire chip surface and no additional measures are required to make up filling material after 
production of the connection between the chip carrier and the chip. Rather, bonding of the chip carrier on 
the chip and stabilisation of the chip module are effected by distribution of a filling material in the gap 
between the chip carrier and the chip in a single operation. 
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An alternative process according to the invention is disclosed in which a chip carrier already provided with 
an adhesive layer is used instead of the application of filling material. 

Furthermore, owing to the above-mentioned backward energy loading of the conductor paths for the 
bonding of the chip carrier on the chip and the resultant enclosure of the carrier layer of the chip carrier 
even in the peripheral region of the chip, it is possible to provide external bonding regions for forming the 
flatly distributed attachment face arrangement on the chip carrier surface. 

An alternative to the above-described process according to the invention for producing individual chip 
modules is provided which relates to the production of individual chip modules according to the invention 
by isolation from a module assembly in which a plurality of chip modules formed according to the invention 
are formed coherently. For this purpose, the module assembly is initially produced with a chip carrier 
assembly and a chip assembly according to claim 8, and a plurality of individual chip modules is then 
produced by isolating units consisting of at least one chip and one chip carrier bonded therewith from the 
module assembly. 

This process according to the invention therefore allows the production of chip modules on the wafer plane 
permitting not only the production of an individual chip module but rather the simultaneous production of a 
plurality of chip modules with relatively few handling or production steps. 

It has proven particularly advantageous if the subsequent sequence of production steps is observed for 
producing the module assembly: 

Firstly, there is effected the preparation of a wafer provided with raised contact metallizations, also known 
as so-called "bumps" in specialist jargon, and the preparation of a chip carrier assembly having a plurality 
of conductor path structures with conductor paths arranged on a common carrier layer, wherein the 
conductor path structures are allocated a respectively defined number of chips formed coherently in the 
wafer. A flowing filling material is then applied to the bonding face of the wafer or the chip bonding side of 
the chip carrier assembly, and this filling material can be, for example, an epoxy resin adhesive. 
Application of the filling material to the wafer can be effected as a flatly limited application in the centre of 
the wafer followed by distribution of the filling material over the wafer surface by rotation of the wafer 
round its centre axis. Before flat connection of the chip carrier assembly to the wafer, which can be 
achieved, for example, by a laminating process, relative positioning of the wafer and of the chip carrier 
assembly is effected so as to adjust an overlap position between the contact metallizations of the wafer 
and bonding regions of the associated conductor paths of the conductor path structures. The flat 
connection between the wafer and the chip carrier assembly is finally produced, for example by the above- 
mentioned laminating process, and the final connection can be preceded by preliminary fixing at selected 
points. Bonding of the contact metallizations of the wafer with the associated conductor paths of the chip 
carrier assembly takes place after production of the flat connection or simultaneously therewith. 

With an alternate procedure a chip carrier assembly already provided with an adhesive layer is used 
instead of the application of filling material. 

As already mentioned hereinbefore in connection with the process according to the invention for producing 
an individual chip module, the bonding of the contact metallizations of the wafer with the conductor paths 
of the chip carrier assembly by the carrier layer of the chip carrier assembly can also be effected during 
production of the entire module assembly, for example by backward bonding without disturbing the carrier 
layer in the region of the bonding points. 

As an aid to relative positioning, the wafer can be provided with at least two positioning pins which engage 
in correspondingly formed positioning orifices in the carrier layer of the chip carrier assembly. Such 
positioning pins can be designed as "dummy bumps" which, without participating in the electrical 
connection between the wafer and the chip carrier assembly, merely engage in the carrier layer of the chip 
carrier assembly for the achievement and mechanical stabilisation of the relative positions. In order to 
define not only a rigid body orientation between the wafer and the chip carrier assembly, it may prove 
beneficial to provide more than two positioning pins and the corresponding number of positioning orifices, 
so expansion limits for, for example, thermally induced expansions in the carrier layer are created. 

An alternative advantageous procedure for producing a module assembly is defined by the following 
process steps: 
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Firstly there is again prepared a wafer and a chip carrier assembly with a plurality of conductor path 
structures with conductor paths arranged on a common carrier layer, a chip carrier assembly with a carrier 
layer having orifices which expose the rear of the chip bonding region of the conductor paths and 
optionally adjoining ambient regions being used in this variation. A flowing filling material which, as in the 
above-described variation, can be designed as an epoxy resin adhesive is then applied to the bonding 
surface of the wafer or the chip bonding side of the chip carrier assembly such that the attachment faces 
of the wafer or contact metallizations applied thereto and the orifices of the carrier layer are exposed. 
Relative positioning of the wafer and of the chip carrier assembly then takes place so that an overlap 
position is adjusted between the attachment faces of the wafer and contact metallizations constructed 
thereon and the orifices in the carrier layer of the chip carrier assembly. Then a flat connection is made 
between the wafer and the chip carrier assembly and bonding of the attachment faces of the wafer and of 
the contact metallizations arranged thereon with the chip bonding regions of the associated conductor 
paths is effected by introduction of connecting material into the orifices in the carrier layer of the chip 
carrier assembly. 

The above-described variation allows the production of chip modules according to the invention described 
at the outset in which both the connecting material deposits in the recesses of the carrier layer which 
serve for the bonding of the chip module with other components, and the connecting material in the 
orifices in the carrier layer for allowing bonding between the conductor paths of the conductor path 
structure and the chip attachment faces can be introduced in one operation. 

Bonding can be effected by depositing connecting material in the orifices in the carrier layer, a current- 
free, that is autocatalytic deposition of connecting material by introduction of the module assembly into a 
corresponding bath of material having proven particularly advantageous in experiments. This bath of 
material can be, for example, a bath of nickel, copper or palladium. 

Bonding can also be effected by introduction of solder material or conductive adhesive into the orifices in 
the carrier layer, and any known methods of introducing solder material, for example template soldering or 
also introduction of lumped solder material can be employed. 

Simultaneously with introduction of the connecting material into the bonding orifices in the carrier layer, 
connecting material can be introduced into the recesses in the carrier layer. 

Independently of the method of producing the module assembly, it has proven advantageous if the wafer 
is provided on its rear with a surface layer which can be used as surface protection and also for achieving 
a mechanical supporting effect. Together with the carrier layer of the chip carrier assembly, an 
encapsulated chip module is therefore produced after isolation of the chip modules from the module 
assembly. 

An application of epoxy resin material to the rear of the wafer has proven useful for producing this surface 
layer. A further method of forming the surface layer involves applying a sheet to the rear of the wafer. The 
sheet can be provided with an inscription, for example for identifying individual chips of the wafer. 

Independently of the method of producing the module assembly, chip modules are isolated from the 
module assembly by separating mutually adjacent chip modules along defined parting lines after 
production thereof. It has proven particularly advantageous in this connection if the sawing process 
employed anyway for isolating chips from a wafer assembly is carried out. 

Electrical testing of the chips still arranged in the wafer assembly via the conductor path structures of the 
chip carrier assembly can be carried out prior to isolation of the chip modules from the module assembly, 
this electrical testing being particularly desirable with respect to effort and associated costs. 

A particularly uniform method of pressing together for producing the connection between the chip carrier 
or the chip carrier assembly and the chip or the wafer is achieved if the pressing together of the chip 
carrier or the chip carrier assembly and the chip surface or the wafer surface is carried out by means of 
vacuum. If the sheet is sufficiently rigid in design or if a pull is exerted in the longitudinal direction of the 
sheet which is stabilised against bending, it may be sufficient to press on the chip carrier merely with the 
connecting device used for loading the chip carrier or the chip carrier assembly with energy. In this case, 
the contact pressure required to connect the conductor paths to the chip attachment faces is 
simultaneously used for pressing the chip carrier or the chip carrier assembly against the chip surface or 
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the wafer surface. 

For producing solder bumps on the chip carrier or the chip carrier assembly, which serve for connecting 
the chip module to a substrate, a board or the like, the external bonding regions of the chip carrier or of the 
chip carrier assembly can be provided with solder material by a template application process, the carrier 
layer itself serving as a solder resisting mask in a subsequent reflow process. The solder bump can 
therefore be produced in a particularly simple manner. 

A further method involves providing the external bonding regions with shaped pieces of solder material in 
an in-line process, the external bonding regions formed by the recesses in the carrier layer serving as 
positioning receivers for the solder material in this case. 

Various processes, of which the common feature is that during backward energy loading of the conductor 
paths with interposition of the carrier layer the carrier layer remains substantially undamaged and closed, 
can be employed for the connection between the contact metallizations of the chip or of the wafer and the 
conductor paths of the chip carrier or of the chip carrier assembly. Soldering processes and 
thermocompression processes which are carried out by backward energy loading of the conductor paths 
with laser radiation have proven particularly suitable processes in this connection, the laser radiation being 
introduced through an optical fibre resting under pressure on the carrier layer at the rear. A further 
possibility is to employ an ultrasonic process during which an ultrasonic plunger is applied backwardly to 
the carrier layer and introduces ultrasonic vibrations through the carrier layer compressed in the region of 
the connecting point into the connecting point between the respective conductor path and the chip 
attachment face. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 

An embodiment of the chip module according to the invention and a possible process for producing such a 
chip module is described in detail hereinafter with reference to the drawings. 

FIG. 1 shows an embodiment of a chip module with a chip carrier bonded on a chip. 

FIGS. 2 to 6 show the construction of a chip carrier. 

FIG. 7 shows the chip carrier and the chip immediately prior to production of the chip module. 

FIG. 8 shows the chip carrier and the chip during production of the connection between the chip carrier 
and the chip. 

FIG. 9 shows the production of a sealing and supporting frame extending along the periphery of the chip. 

FIG. 10 shows a casting compound enclosing the chip. 

FIG. 1 1 shows the subsequent application of solder material to the chip carrier. 

FIGS. 12 to 14 show several examples of flatly distributed attachment face arrangements on the chip 
carrier of various chip modules. 

FIG. 15 shows a module assembly consisting of a wafer and a chip carrier assembly arranged thereon in a 
plan view. 

FIG. 16 shows an enlarged detail of a chip carrier from the chip carrier assembly shown in FIG. 15. 

FIG. 17 shows a detail of a connecting construction between an external attachment face of a chip carrier 
and a chip attachment face of a chip in a plan view. 

FIG. 18 shows the connecting construction illustrated in FIG. 17 in a side view prior to application of 
connecting material. 

FIG. 19 is an illustration of the connecting construction corresponding to the view in FIG. 18 after 
application of connecting material. 
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FIG. 20 is a sectional view of the connection between a conductor path of the chip carrier and the chip 
attachment face along section line XX-XX in FIG. 19. 

DETAILED DESCRIPTION OF A PREFERRED EMBODIMENT 

FIG. 1 shows a chip module 20 with a chip carrier 21 which is bonded on a chip 22. The chip module 20 
shown in FIG. 1 is also described as a chip size package (CSP) since the essential dimensions of the chip 
module 20 are defined by the chip 22. A ratio of 0.8 to 1 .2 between the chip surface and the surface of the 
chip carrier is generally used to define the size of a CSP in the specialist field. 

In the chip module 20 shown in FIG. 1 , a chip carrier 21 consisting of a three-layered sheet is used with a 
carrier layer 23 consisting of polyimide and a bonding layer which is designed as a conductor path 
structure 24, consists of copper and is connected to the carrier layer 23 via an adhesive layer 25. The 
carrier layer 23 is provided with recesses 26 extending from the surface of the carrier layer 23 to a rear 
side 27 of individual conductor paths 28 forming the conductor path structure 24. These recesses 26 form 
external bonding regions which, with deposits of solder material 29, serve for bonding with attachment 
faces 30 of a substrate 31 indicated in dot-dash lines in FIG. 1 . 

FIG. 1 shows, by way of example, two attachment faces 32 from a plurality of chip attachment faces 32 
which are arranged peripherally on the chip surface and are provided with contact metallizations 33. The 
contact metallizations is bonded with respectively allocated conductor paths 28 so "rewiring" of the chip 
attachment faces 32 arranged peripherally on the chip surface into a flatly distributed attachment face 
arrangement 34 widened with respect to the spacing between the individual attachment faces takes place 
on the surface of the chip carrier 21 . A filling material 37 with adhesive action which is also described as 
underfiller in specialist jargon is provided in a gap 36 formed between a chip bonding side 35 and the chip 
surface for the sealed connection of the chip carrier 21 to the chip 22 and for the mechanical stabilisation 
of the chip carrier 21 designed as a flexible sheet. 

FIGS. 2 to 6 illustrate the production of the chip carrier 21 used for producing the chip carrier arrangement 
20 in FIG. 1 in a chronological sequence. As shown in FIG. 2, the base during production of the chip 
carrier 21 is a three-layered sheet 38 with an adhesive layer 25 connecting the carrier layer 23 to the 
conductor path structure 24. In a simplified design, however, it is also possible to provide a design of a 
chip carrier comparable with the chip carrier 21 on the basis of a sheet in which the conductor path 
structure is arranged directly on the carrier layer, that is without interposition of an adhesive layer. 

The sheet 38 which can be designed as a continuous sheet has in each case the recesses 26 which are 
provided in the carrier layer 23 and extend to the rear side 27 of the conductor paths 28, wherein the 
recesses can be produced, for example, by suitable etching processes or also by laser ablation. ' 

If solder material 42 is to be introduced into the recesses 26 by a template application process to produce 
the solder material deposit 29 (FIGS. 1 and 6), a template 39 can be placed on the carrier layer 23, as 
shown in FIG. 3, more specifically such that template orifices 40 provided in the template 39 come to rest 
congruently with the recesses 26 in the carrier layer 23. 

The solder material receivers 41 are filled with solder material 42 in the manner shown in FIG. 4 using a 
doctor blade or the like, not shown in detail here, after flat application of the solder material 42 on the 
surface of the template 39 in the solder material receivers 41 formed by superimposed recesses 26 and 
template orifices 40. 

As shown in FIG. 5, quantities of solder material 68 formed, for example, from pasty solder material 
remain in the recesses 26 after removal of the template 39 from the carrier layer 23. The deposits of 
solder material 29 shaped in the manner of a meniscus shown in FIG. 6 are then produced by a 
subsequent reflow process, the carrier layer 23 serving as a solder resisting mask during reflowing. 

FIG. 7 shows how the chip module 20 illustrated in FIG. 1 is formed on the basis of the chip carrier 21 
produced according to the illustrations in FIGS. 2 to 6. For this purpose, there is effected an application of 
a defined quantity of filling material 43 to the chip surface and a preparation of the chip attachment faces 
32 consisting of aluminium in the original state, corresponding to the selected process for connecting the 
contact metallizations 33 of the chip to the conductor paths 28 of the chip carrier 21 . In the present case, 
the chip attachment faces 32 are provided with contact metallizations 33 designed as nickel bumps with a 
solder coating 44 consisting of a gold/tin alloy, to enable the bonding of the conductor paths 28 of the chip 
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carrier 21 to the contact metallizations 33 of the chip 22 to be carried out by a soldering process which will 
be described in detail hereinafter with reference to FIG. 8. 

The gold/tin solder coating 44 can be applied by mere immersion of the contact metallizations 33 into an 
alloy which is correspondingly liquid in design. 

For producing the chip module 20 (FIG. 1), that is the rigid mechanical assembly between the chip carrier 

21 and the chip 22, the chip carrier 21 is pressed against the surface of the chip 22 so the quantity of filling 
material 43 applied to the chip surface is displaced outwardly to the periphery of the chip 22 when the gap 
36 is formed between the chip bonding side 35 of the chip carrier 21 and the chip surface and is uniformly 
distributed over the chip surface to the outer edges 45 of the chip 22. 

FIG. 8 shows that this pressing of the chip carrier 21 , which is still located in the continuous sheet 
assembly in the illustration according to FIG. 8, can be performed by a vacuum device 46 in which the chip 

22 is fixed in a chip receiver 47 and the chip carrier 21 is aspirated toward the chip surface by the effect of 
vacuum (arrow 50) via an annular duct 48 surrounding the chip receiver 47. It can be seen clearly in FIG. 
8 that, owing to the capillary effect in the gap 36 between the chip carrier 21 and the chip 22, the filling 
material 37 is distributed beyond the outer edges 45 of the chip 22 so an additionally supporting effect is 
produced in the region of a possible projection 49 of the chip carrier 21 beyond the surface of the chip 22. 

As also shown in FIG. 8, a vacuum can also be applied for fixing the chip 22 in the chip receiver 47, as 
indicated by the arrow 50. To prevent adhesion to the internal wall of the chip receiver 47 owing to the 
discharge of filling material 37 from the gap 36 in the region of the projection 49, the internal wall of the 
chip receiver 47 is provided with a non-stick coating 51 . 

As also shown in FIG. 8, the carrier layer 23 of the chip carrier 21 is loaded with laser radiation 53 via an 
optical fibre 52 with simultaneous application of a contact pressure to connect the conductor paths 28 of 
the chip carrier 21 to the contact metallizations 33 of the chip 22. The laser radiation 53 penetrates the 
optically transparent polyimide of the carrier layer 23 or another plastics material, which is optically 
transparent to laser radiation and is used as carrier layer, and is absorbed in the region of the conductor 
path 28 so the temperature required for the thermal connection is induced in the region of the connecting 
point between the conductor path 28 and the associated contact metallizations 33. Filling material 37 
possibly arranged between the conductor path 28 and the contact metallizations 33 or the solder coating 
24 applied to the contact metallizations 33 is displaced by the contact pressure applied by the optical fibre 
52 to the carrier layer 23 so the connection cannot be impaired by filling material 37. 

If necessary for achieving a plane surface of the chip carrier 21 applied to the chip 22, a central plunger 
tool not shown in detail in FIG. 8 can also be used for producing plane support of the chip carrier 21 . 

In addition to the above-described connection between the conductor paths 28 of the chip carrier 21 and 
the contact metallizations 33 of the chip 22 by the soldering process, it is also possible to use the 
connecting means shown in FIG. 8, that is the optical fibre 52 loaded with laser energy, for producing a 
thermocompression connection, for the preparation of which the contact metallizations 33 designed as 
nickel bumps is not provided with the solder coating 44 but with a thin gold coating. 

According to a further method of producing the connection between the conductor paths 28 of the chip 
carrier 21 and the contact metallizations 33 or directly to the unprepared aluminium attachment faces 32 of 
the chip 22, the optical fibre 52 shown in FIG. 8 is replaced by an ultrasonic plunger which is loaded with 
ultrasound and transmits the ultrasonic vibrations via a compacted region of the carrier layer 23 onto the 
connecting region between the conductor paths 28 and the respectively allocated chip attachment faces 
32. 

FIGS. 9 and 10 show possibilities for mechanical stabilisation of the chip module in addition to the 
arrangement of the filling material 37 in the gap 36 between the chip carrier 21 and the chip 22 
(underfilling). As shown in FIG. 9, additional filling material 37 can be applied for this purpose in the 
peripheral region along the peripheral edge of the chip 22 in the transition to the chip carrier 21 in order to 
form a peripheral stabilising frame. 

FIG. 10 shows a process known as "moulding" in which the chip is encapsulated with a plastics 
composition 55. 
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The plastics composition 55 as well as the filling material 37 additionally applied according to FIG. 9 
provide a stabilising support in the region of the projection 49 of the chip carrier 21 beyond the surface of 
the chip 22. As projecting deposits of solder material 29, as shown in FIG. 1 , would prove undesirable in 
the processes shown in FIGS. 9 and 10 for the additional stabilisation of the chip carrier arrangement, in 
which the chip carrier sheet 38 is held on a plane face by a vacuum device 56, the deposits 29 of solder 
material are only produced at a later stage in these cases. For this purpose, as shown in FIG. 11, shaped 
pieces of solder material 57 can be placed in the recesses 26 before or after separation of the chip 
carriers 21 connected to the chip 22 from the chip carrier sheet 38 and can then be remelted to form the 
solder material deposits 29. In the embodiment illustrated in FIG. 11, the shaped pieces of solder material 
57 are spherical in shape and are placed in the recesses 26 by a solder bead positioning device 58. 

Chip modules 59, 60 and 61 of different designs are shown by way of example in FIGS. 12, 13 and 14 The 
selected view corresponds roughly to a section between the carrier layer 23 and a respective bonding 
layer 69, 70, 71 comprising the conductor paths 28. FIG. 12 shows the chip module 59 with a so-called 
"two-row fan-out" configuration in which a flat redistribution takes place on the basis of the peripheral 
single-row arrangement of the contact metallizations 33 of the chip 22 over the bonding layer 69, in a chip 
carrier 62 in which two rows 63, 64 of external bonding regions 26 are arranged outside the periphery of 
the chip. 

FIG. 13 shows a corresponding configuration in which a chip carrier 65 is used, in whose bonding layer 70 
not only the conductor paths 28 consist of copper but also the entire bonding layer 70 consists of copper, 
the conductor path 28 being separated from the remaining copper material by etching. The chip carrier 65 
shown by way of example in FIG. 1 3 is therefore distinguished by particularly high rigidity. 

Finally, FIG. 14 shows a chip carrier 66 with a so-called single-row fan-out configuration in which only one 
row 67 of external bonding regions 26 is arranged outside the periphery of the chip and all other external 
bonding regions 26 are distributed within the periphery of the chip. 

FIG. 15 shows a module assembly 72 with a wafer 73 and a chip carrier assembly 74, arranged on the 
wafer 73, with a plurality of chip carriers 76 arranged coherently on the common carrier layer 23. As can 
be inferred from the illustration in FIG. 15, the wafer has a plurality of coherently formed chips 75 which 
are allocated a respective chip carrier 76 from the chip carrier assembly 74. For the isolation, following 
production of the module assembly 72 shown in FIG. 15, of chip modules 77 which are formed 
respectively of a chip 75 and a chip carrier 76 in the present case, parting grooves 78 are provided on the 
wafer 73, along the course of which the module assembly 72 can be isolated into the chip modules 77 by 
sawing or other suitable parting processes. 

In one embodiment, the chip modules 77 isolated from the module assembly 72 can coincide with respect 
to their design substantially with the chip module 20 shown in FIG. 1 , with the difference that the chip 
carrier 76, in contrast to the chip carrier 21 shown in FIG. 1, extends with its outer edges substantially 
flush with the lateral edges of the chip and does not project laterally beyond it, as shown in FIG. 1 . 

A chip carrier 76 of this type is shown in a plan view in FIG. 16 and, on the basis of the chip bonding 
regions 81 , allows a so-called fan-in distribution of attachment faces 79 of an attachment face 
arrangement 80 on the carrier layer 23 of the chip carrier 76. The attachment face arrangement 80 of the 
chip carrier 76 is shown in simplified form in FIG. 15 by a frame-like hatched line. 

Apart from the above-mentioned difference from the construction of the chip module 20 shown in FIG. 1 in 
that a design of the chip carrier 76 which is substantially flush with the chip surface is required for 
producing a chip module 77, all process steps shown in FIGS. 2 to 7 can be carried out for producing the 
module assembly shown in FIG. 15 with the difference that a plurality of chips 75 formed coherently in the 
wafer 73 can be used instead of an individual chip 22 and a plurality of chip carriers 76 formed coherently 
in the chip carrier assembly 74 can be used instead of an individual chip carrier 21 . Chip modules 77 are 
therefore produced by isolating the chip modules 77 from a module assembly 72 previously produced, for 
example, by the process steps shown in FIGS. 2 to 7. 

In order to prevent the formation of air inclusions between the chip carrier assembly and the surface of the 
wafer 73 if the chip carrier assembly 74 is applied to the wafer 73 over a large area-for example as shown 
in FIG. 7 with respect to the production of the individual chip module 20-, the chip carrier assembly can be 
provided with parting lines not shown in detail in FIG. 1 5 and designed as lines of perforations which are 
congruent with the parting lines 78 of the wafer 73, split the individual chip carriers 76 from one another 
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and simultaneously allow the escape of air through the perforations to prevent the above-mentioned 
inclusions of air. 

To allow correct relative positioning of the chip carrier assembly 74 with respect to the wafer 73 with 
corresponding overlapping layers shown in FIG. 15 between the individual chip carriers 76 and the chips 
75 which allow bonding between the chip bonding regions 81 at the ends of conductor paths 82 of 
conductor path structures 83 allocated to the individual chip carriers 76, the wafer 73 can be provided, on 
its surface, with positioning pins 84, 85 which engage in correspondingly designed positioning orifices, not 
shown in detail here, in the carrier layer 23 of the chip carrier assembly 74. The positioning pins 84, 85 
can be formed by raised bumps in the edge region of the wafer 73 of incompletely formed chips. Like the 
other bumps of the functional chips 75 not shown in detail here, the bumps of the wafer can basically be 
produced by, for example, autocatalytic deposition of material or immersion soldering. 

FIGS. 1 7 to 20 show the production, differing from that in FIGS. 2 to 7, of the assembly between a chip 
and a chip carrier or a wafer and a chip carrier assembly by the example of the connection between a chip 
attachment face 86 and a conductor path 82 of a chip carrier 76. As will be described hereinafter, the 
construction of the connection shown in FIGS. 17 to 20 allows particularly inexpensive production of chip 
modules 77 on the wafer plane (FIG. 15). 

As shown by the plan view of a cut out region of the chip carrier 76 in FIG. 1 7 compared with the 
corresponding side view in FIG. 18, the chip carrier 76 in the present case consists of the carrier layer 23 
with a conductor path structure 83 which is arranged on the underside thereof and of which only one 
conductor path 82 is shown here. The conductor path 82 is composed in the present case of a rod 
conductor 87 and a circular flat conductor 88. The conductor path 82 is arranged on the underside of the 
carrier layer 23 such that a chip bonding region 89 of the rod conductor 87 and the circular flat conductor 
88 of the conductor track 82 are located beneath an orifice 90 or a recess 91 in the carrier layer 23. The 
recess 91 is limited at the bottom by the rear of the circular flat conductor 88 of the conductor path 82. The 
orifice 90 in the carrier layer 23 extends to the rear of the rod conductor 87 of the conductor path 82 and 
also exposes an ambient region 92 which surrounds the chip bonding region 89 of the rod conductor 87 
and, as shown in FIG. 17, extends beyond the chip attachment face 86. 

As shown in FIG. 18, an adhesive layer 98 provided for producing the assembly between the chip carrier 
assembly 74 and the wafer 73 is arranged such that a connecting face 93 substantially congruent with the 
face of the orifice 90 is formed on the surface of the wafer 73 or of the chip 75 in whose internal region the 
chip attachment face 86 is arranged. FIG. 18 also shows that a bonding gap 94 is formed between the 
surface of the chip attachment face 86 and the underside of the rod conductor 87 of the conductor path 
82. 

FIG. 19 shows the recess 91 in the chip carrier 76 of the chip carrier assembly 74 and the orifice 90 in the 
chip carrier 76 extending to the surface of the wafer 73 in the ambient region 92 after introduction of a 
connecting material 95. The orifice 90 in the region of the chip attachment face 86 and of the chip bonding 
region 89 of the conductor path 82 and the bonding gap 94 are filled with the connecting material 95 so, as 
shown in the sectional view in FIG. 20, the conductor path 82 is completely enclosed in the chip bonding 
region 89 with a secure connection to the chip attachment face 86. This complete enclosure is a result of 
the all-round growth of the connecting material 95 during the deposition process. An increase in the 
bonding gap 94 is also produced. 

A particular advantage of the connecting construction shown in FIGS. 1 7 to 20 is that both the recess 91 
and the orifice 90 in the chip carrier 76 can be filled with connecting material 95 in one and the same 
process step so, on the one hand, external bonding bumps 96 are created for the external attachment face 
arrangement 80 of the chip carrier 76 and, on the other hand, internal connections 97 between the wafer 
73 or the chips 75 formed coherently thereby and the chip carriers 76 are created. 

The orifices 90 in the chip carrier assembly 74 are sufficiently great so the chip attachment faces 86 of the 
wafer 73 can be cleaned prior to introduction of connecting material 95, which can be effected, for 
example, by autocatalytic deposition of nickel or the like, and/or can be provided with a coating, for 
example zincate or an intermediate nickel layer. 

The connecting material can be introduced particularly advantageously by immersion of the wafer 73 or 
guidance of the wafer 73 into or through a bath of material. 
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In contrast to the rod-shaped geometry of the conductor path 82 shown in FIGS. 17 to 20 in the region of 
the orifice 90, other conductor path geometries are also possible which promote and utilise the above- 
described growth of the connecting material in a particular manner during the deposition process to form 
the connection between the chip attachment 86 and the conductor path 82. The conductor path 82 can 
therefore have an annularly designed chip bonding region of which the internal diameter is dimensioned 
such that the connecting material construction on the chip attachment face 86 grows through the ring so to 
speak owing to the deposition process and thus contributes to the formation of the connection. The 
annularly designed chip bonding region can be covered by the edge of the orifice 90 or can be exposed. In 
particular in the case of an annular chip bonding region covered by the edge of the orifice 90 in the carrier 
layer 23, a surface of the internal connection formed substantially flush with the surface of the chip carrier 
76 or the chip carrier assembly 74 can be achieved without special measures being required for this 
purpose. The orifice 90 can basically be greater or smaller than the chip attachment face but can also be 
equally great. 

Other methods of influencing the formation of the surface of the internal connection by the design of the 
conductor path 82 in its chip bonding region 89 via the geometry of the conductor path 82 involve making 
the conductor path 82 square in the form of a frame, slit-shaped or even cross-shaped in this region. 
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